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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES  
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM  APPLICATIONS –  

 
Part 1 :  Specification  template  for essential  ratings  and  characteristics  

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E l ectrotechn ical  Commissi on  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ izati on  for s tandard i zati on  compri s i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC  Nati onal  Commi ttees).  The  ob ject  of I EC  i s  to  promote  
i n ternati onal  co-operati on  on  a l l  q uesti ons  concern ing  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es ,  I EC  publ i shes  I n ternati onal  S tandards,  Techn ica l  Speci fi cati ons,  
Techn ica l  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC 
Publ i cati on (s)” ).  The i r preparati on  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  sub j ect d eal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternati onal ,  g overnmen tal  and  non -
governmen ta l  organ izati ons  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC  col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternati onal  Organ izati on  for Standard izati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  d eterm ined  by 
ag reement between  the  two  organ izati ons.  

2 )  The  formal  deci s ions  or ag reemen ts  of I EC  on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  poss ib l e,  an  i n ternati onal  
consensus  of op i n i on  on  the  re l evan t subjects  s i nce  each  techn ica l  commi ttee  has  represen tati on  from  a l l  
i n terested  I EC  Nati onal  Commi ttees.   

3 )  I EC  Publ i cati ons  have  the  form  of recommendati ons  for i n ternati ona l  u se  and  are  accepted  by I EC  Nati onal  
Commi ttees  i n  that  sense.  Wh i l e  a l l  reasonabl e  efforts  are  made  to  ensu re  that  the  techn ica l  con ten t  of I EC  
Publ i cati ons  i s  accu rate,  I EC  cannot be  hel d  responsibl e  for the  way i n  wh i ch  they are  used  or for any 
m is in terpretati on  by any end  u ser.  

4 )  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC  Nati onal  Commi ttees  undertake  to  appl y I EC  Publ i cati ons  
transparen tl y to  the  maximum  exten t possi b l e  i n  the i r nati onal  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC  Publ i cati on  and  the  correspond i ng  nati onal  or reg ional  publ i cati on  sha l l  be  cl earl y i nd i cated  i n  
the  l a tter.  

5)  I EC  i tse l f does  not  provi de  any attestati on  of con form i ty.  I ndependen t  certi fi cati on  bod ies  provi de  con form i ty 
assessmen t services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC  marks  of con form i ty.  I EC  i s  not  responsibl e  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependen t  certi fi cati on  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou l d  ensu re  that  they have  the  l atest ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  N o  l i abi l i ty shal l  a ttach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servan ts  or agen ts  i ncl ud i ng  i n d i vi dual  experts  and  
members  of i ts  techn i cal  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property d amage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i n d i rect,  or for costs  ( i n cl ud i ng  l ega l  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cati on ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cati ons.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cati on .  U se  of the  referenced  publ i cati ons  i s  
i nd i spensabl e  for the  correct app l i cati on  of th i s  pub l i cati on .  

9)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some  of the  e l emen ts  of th i s  I EC  Publ i cati on  may be  the  subj ect  of 
paten t ri gh ts .  I EC  shal l  not  be  he l d  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t  ri gh ts .  

I n ternational  Standard  IEC  62007-1  has  been  prepared  by subcommi ttee  86C:  F ibre  optic 
systems  and  active  devices,  of I EC  techn ical  commi ttee  86:  F ibre  optics.  

Th is  th i rd  ed i tion  cancels  and  replaces  the  second  ed i tion  publ ished  i n  2008.  Th is  ed i tion  
consti tu tes  a  techn ical  revision .  

Th is  ed i tion  i ncludes  the  fol lowing  s ign i fican t techn ical  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion .   

1 )  The  defin i tions  of some  symbols  and  terms  are  revised  i n  order to  harmon ize  them  wi th  
those  in  other SC  86C  documents.   

2 )  A clause  on  APD-TIA has  been  added .  
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The  text of th is  standard  i s  based  on  the  fol l owing  documents:  

CDV Report  on  voti ng  

86C/1 256/CDV 86C/1 283/RVC 

 
Fu l l  i n formation  on  the  voting  for the  approval  of th is  standard  can  be  found  in  the  report on  
voting  i nd icated  i n  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  ISO/IEC Di rectives,  Part 2 .  

A l i st  of a l l  parts  i n  the  I EC  62007  series,  publ ished  under the  general  ti tl e  Semiconductor 
optoelectronic devices for fibre optic system applications,  can  be  found  on  the  IEC  websi te.  

The  commi ttee  has  decided  that the  con tents  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  web  s i te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
related  to  the  speci fic publ ication .  At th is  date,  the  publ ication  wi l l  be  

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES  
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM  APPLICATIONS –  

 
Part 1 :  Specification  template  for essential  ratings  and  characteristics  

 
 
 

1  Scope 

Th is  part of I EC  62007  i s  a  speci fication  template  for essentia l  ratings  and  characteri stics  of 
the  fol lowing  categories  of semiconductor optoelectron ic devices  to  be  used  i n  the  fie ld  of 
fibre  optic systems  and  subsystems:  

– semiconductor photoemi tters;  

– semiconductor photoelectric detectors;  

– monol i th ic or hybrid  i n tegrated  optoelectron ic devices  and  thei r modu les.  

Th is  part of I EC  62007  provides  a  frame  for the  preparation  of detai l  speci fications  for the  
essentia l  rati ngs  and  characteristics.   

I n  us ing  th is  part  of I EC  62007,  detai l  speci fication  wri ters  add  bu t do  not delete  speci fication  
parameters  and /or groups  of speci fication  parameters  for particu lar appl ications.  

2  Normative references  

The  fol lowing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normatively referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on ly the  ed i tion  ci ted  appl ies.  For 
undated  references,  the  l atest ed i tion  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl ies.  

I EC  60825  (a l l  parts),  Safety of laser products  

I EC  60747-5-1 ,  Discrete semiconductor devices and integrated circuits – Part 5-1 : 
Optoelectronic devices – General  

3  Terms,  defin i tions  and  abbreviations  

3.1  Terms  and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  terms  and  defin i tions  concern ing  physical  concepts,  
types  of devices,  general  terms,  and  ratings  and  characteristi cs  g iven  in  I EC  60747-5-1  and  
the  fol lowing  apply.  

3.1 .1   
PIN  photodiode   
photod iode  wi th  a  l arge  i n trinsic reg ion  sandwiched  between  P-  and  N -doped  semiconducting  
reg ions  used  for the  detection  of optical  rad iation  

[SOURCE:  I EC  60050-731 -06-29,  mod i fied  — The  note  has  been  deleted . ]  
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3.1 .2   
avalanche  photodiode  
APD 
photod iode  operating  wi th  a  b ias  vol tage  such  that the  primary photocurren t undergoes  
ampl i fication  by cumu lative  mu l tip l ication  of charge  carriers  

Note  1  to  en try:   Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

[SOURCE:  I EC  60050-731 -06-30,  mod i fied  — The  note  has  been  deleted . ]  

3.1 .3   
RIN 
relative  in tensity noise   

quotien t of the  rad ian t power mean  square  fl uctuations  < 2
eΦ∆ >  to  the  mean  square  rad ian t 

power <Φe>2 ,  normal ized  to  a  frequency band  of un i t  wid th  

Note  1  to  en try:  RIN i s  u sual l y expressed  i n  dB/Hz.  

( ){ }fRIN ∆×><>∆<= 2
e

2
e1 0log 1 0 ΦΦ  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

3.1 .4  
∆λc  
spectral  sh ift   
deviation  of the  peak-emission  wavelength  at  a  particu lar case  temperature  or a  particu lar 
forward  current from  i ts  va lue  at a  speci fied  reference  case  temperature  or a  speci fied  
reference  forward  cu rrent,  respectively 

Note  1  to  en try:  The  speci fi c  reference  temperatu re  i s  typ i ca l l y 25  °C.  

3.1 .5   
s1 1  
input reflection  coefficient  
quotien t of the  h igh  frequency reflected  vol tage  to  the  h igh  frequency i nciden t vol tage  

3.1 .6   
Etr  
tracking  error  
deviation  of the  rad ian t power at a  particu lar case  temperature  from  i ts  va lue  at  a  speci fied  
reference  case  temperature  

Note  1  to  en try:  The  speci fi c  reference  temperatu re  i s  typ i ca l l y 25  °C.  

Note  2  to  en try:  Speci fi cati ons  usual l y refer to  the  maximum  devi ati on  (absol u te  val ue)  i n  two  speci fi ed  
temperatu re  ranges  be low and  above  the  speci fi ed  reference  case  temperatu re .  

Note  3  to  en try:  The  tracki ng  error i s  usual l y expressed  as  a  percen tage  of the  rad ian t power a t  the  reference  
case  temperature.  

3.1 .7   
RD  
R  
diode  responsivi ty  
responsivi ty  
<photod iode>  quotien t of the  photocurren t Ip  by the  rad ian t power Φe  a t  the  optical  port  of the  
photod iode  

Note  1  to  en try:  I f no  ambigu i ty i s  l i kel y to  occu r,  the  shorter term  and  shorter l etter symbol  may be  u sed .  
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Note  2  to  en try:  Photod i ode  means  a  complete  devi ce  such  as:  

–  ch i p  i tsel f;  

–  packaged  componen t  wi th  wi ndow or p i g ta i l .  

3.1 .8   
Fe  
excess  noise  factor  
noise  resu l ting  from  the  spatia l  and  tim ing  fluctuations  of the  avalanche  carrier mu l tip l ication ,  
defined  as  the  ratio  of the  noise  power at a  speci fied  reverse  b ias  to  the  ampl i fi ed  shot noise  
of the  photocurren t at a  reference  reverse  b ias  

Note  1  to  en try:  The  reference  reverse  vol tage  shou l d  be  su ffi ci en tl y l ow that  no  carri er mu l ti p l i cati on  takes  p l ace  
bu t  su ffi ci en tl y l arge  that the  devi ce  i s  fu l l y dep l eted  and  has  ach i eved  i ts  rated  speed  and  responsi vi ty.  

3.1 .9   
Po  
overload   
maximum  received  power of a  photod iode  for obtain ing  a  g iven  b i t  error rate  

3.2  Abbreviations  

APD avalanche  photod iode  

BH  buried  heterostructure  

CMOS complementary metal -oxide  semiconductor 

CW con tinuous  wave  

FWHM  fu l l  wid th  at  hal f maximum  

HBT heterojunction  b ipolar transistor 

LD  l aser d iode  

LED  l i gh t em i tti ng  d iode  

MQW mu l ti -quan tum  wel l  

RIN  relative  i n tensi ty noise  

TEC thermo-electric cooler 

TIA transimpedance  ampl i fier 

4 LEDs  for fibre  optic  systems  or subsystems  

4.1  Type  

Ambien t-rated  or case-rated  LED  wi th  or wi thou t optical  fi bre  p ig tai l  for fibre  optic systems or 
subsystems 

4.2  Semiconductor materials  

GaAs,  GaAlAs,  I nGaAs,  I nP,  etc.  

4.3  Detai ls  of outl ine  and  encapsu lation  

4.3.1  I EC  and /or national  reference  number of ou tl i ne  d rawing  

4.3.2  Method  of encapsu lation :  g lass/metal /p lastic/other 

4.3.3  Terminal  i denti fication  and  i nd ication  of any e lectrical  connection  between  a  terminal  
and  the  case  
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4.3.4 Characteristics  of the  optical  port:  relati ve  orien tation  to  mechan ical  axis,  re lative  
posi tion  to  mechan ical  axis,  area,  numerical  aperture  

4.3.5  For devices  wi th  a  fibre  pig ta i l :  i n formation  on  the  p ig ta i l  fi bre,  kind  of protection ,  
connector,  l eng th  

4.3.6  I n formation  on  the  heat s ink of the  package  

4.4 Limiting  values  (absolute  maximum  ratings)  over the  operating  temperature  range,  
un less  otherwise stated  

See  Table  1 .  

Table  1  – Limi ting  values  for LEDs  

Characteristics  Symbol  
Requ i rementsa  

Un i t  
M in .  Max.  

Storage  temperatu re  Tstg  x  x  °C  

Temperatu re:      

e i ther ambien t  temperatu re  Tamb  x  x  °C  

or case  temperatu re  Tcase  x  x  °C  

Sol deri ng  temperatu re  at  maximum  sol deri ng  t ime  and  
m i n imum  d i stance  to  case  speci fi ed  

Ts l d   x  °C  

Reverse  vol tage  VR   x  V  

Con ti nuous  forward  cu rren t 
Derating  cu rve  or d erati ng  factor 

IF   x  mA 

Repeti ti ve  peak forward  cu rren t  a t  speci fi ed  pu l se  cond i ti ons  
(where  appropri a te)  
Derati ng  cu rve  or derati ng  factor (where  appropri ate)  

IFRM   x  mA 

Power d i ss i pati on  
Derati ng  cu rve  or d erati ng  factor (where  appropri ate)  

Ptot   x  W 

For case-rated  devi ces:  
Vi rtua l  j u ncti on  temperatu re  (where  appropriate)  

 

Tvj  
  

x  
 
°C  

For d evices  wi th  p i g ta i l :  
Bend  rad i us  of p i g ta i l  (at  speci fi ed  d i stance  from  the  case)  

 

r  
 
x  

  
mm(cm)  

Shock   x  m /s2 ,  s  

Vi brati on    x  m /s2 ,  H z  

Tensi l e  force  on  devices  wi th  p i g ta i l :      

U n ti gh t  s tructu re:  
– Tensi l e  force  on  fi bre  a l ong  i ts  axi s  
– Tensi l e  force  on  cl add i ng  a l ong  i ts  axi s  

 

F 
F 

  
x  
x  

 
N  
N  

Ti gh t s tructu re:  
– Tensi l e  force  on  p i g ta i l  a l ong  i ts  axi s  

 
F 

  
x  

 
N  

a   x  represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

 

4.5 Electrical  and  optical  characteristics  

See  Table  2 .  
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Table  2  – Electrical  and  optical  characteristics  for LEDs  

Characteristics  
Condi tions  at   

Tamb  or Tcase  =  25  °C   
un l ess  otherwise  s tated  

Symbol  
Requ i rementsb  

U n i t  
M in .  Max.  

Forward  vo l tage  IF  or Φe  speci fi ed  VF   x  V  

Reverse  cu rren t  VR  speci fi ed  IR   x  mA 

D i fferen ti a l  res i stance  IF  or Φe  speci fi ed  rd   x  Ω 

Tota l  capaci tance  VR ,  f speci fi ed  Cto t   x  µF  

Noise  parameter      

e i ther re l a ti ve  i n tens i ty no i sea   IF  or Φe ,  fo ,  ∆fN  speci fi ed  RIN  x  dB/Hz 

or carri er-to-noi se  rati oa   IF  or Φe ,  fc,  ∆fN ,  fm ,  m  
speci fi ed  

C/N  x  dB  

Ou tpu t  parameter      

e i ther rad i an t ou tpu t  power IF  speci fi ed  (d . c.  or pu l se,  or 
both )  

Φe  x  xa  mW 

or forward  cu rren t Φe  speci fi ed  IF  xa  x  mA 

For devices  wi thou t  p i g ta i l :  
Ha l f- i n tensi ty ang l ea  

IF  or Φe ,  ang l e  φ  speci fi ed  θ 1 /2   x  °  

For devices  wi thou t  p i g ta i l :  
M i sal i gnment  ang lea  

IF  or Φe ,  ang l e  φ  speci fi ed  ∆θ   x  °  

Spectra l  rad i ati on  bandwid th  IF  or Φe  speci fi ed  ∆λ   x  nm  

Bandwid th       

 e i ther swi tch i ng  times:  d . c.  cu rren t   x  s  

–  ri se  time  i npu t  pu l se  cu rren t tr   x  s  

–  fa l l  time  pu l se  wi d th  and  d u ty cycl e  
speci fi ed  

tf   x  s  

–  d el ay timesa   td (on ) ,  
td (off)  

 x  s  

–  peak em iss i on  wavel eng ths      nm  

 or cu t-off frequency IF  or Φe  speci fi ed  fc  x   H z  

a  Where  appropriate .  

b  x represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

 

4.6  Supplementary information  

4.6.1  Typical  curve  or coefficien t 

Provide  the  cu rve  or coefficien t i n  4 . 6 . 1 . 1  or 4 . 6. 1 . 2 .  

4.6.1 .1  Typical  curve  or coefficien t of rad ian t power versus  temperature  and  typical  curve  
of rad ian t ou tpu t power versus  forward  curren t (d . c.  or pu lse,  as  speci fied )  

4.6.1 .2  Typical  curve  or coefficien t of rad ian t i n tensi ty versus  temperature  and  typical  
cu rve  of rad ian t i n tensi ty versus  forward  curren t (d . c.  or pu lse,  as  speci fied )  

4.6.2  Typical  curve  or coefficien t of change  i n  peak emission  wavelength  versus  tem-
perature  

4.6.3  Typical  rad iation  d iagram  

4.6.4 Thermal  resistance,  ambien t-rated  or case-rated  
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5 Laser module  wi th  pigtai ls  

5.1  Type  

The  laser modu le  consists  of the  fol lowing  basic parts:  

– l aser d iode  

– p ig tai l  

– photod iodes  

– thermal  sensor  where  appropriate  

– TEC element 

5.2  Semiconductor 

5.2 .1  Materials  

The  laser modu le  consists  of the  fol lowing  materials:  

– l aser d iode  (e. g .  GaAs,  GaAlAs,  I nGaAsP,  I nP)  

– photod iode  (e. g .  Ge,  S i ,  GaI nAs)  

– thermal  sensor    where  appropriate  

– TEC element 

5.2.2  Structure  

Laser d iode,  e . g .  ga in  gu ided ,  i ndex gu ided ,  d istribu ted  feedback 

5.3  Detai ls  of outl ine  and  encapsulation  

5.3.1  I EC  and /or national  reference  number of the  ou tl ine  d rawing  

5.3.2  Method  of encapsu lation :  g lass/metal /p lastic/other 

5.3.3  Terminal  i den ti fication  and  i nd ication  of any e lectrical  connection  between  a  terminal  
and  the  case  

5.3.4 I n formation  on  the  p ig ta i l  fi bre,  e . g .  type  of fibre,  kind  of protection ,  connector,  l eng th  

5.3.5  I n formation  on  the  heatsinking  of the  package  
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5.4 Limiting  values  (absolute  maximum ratings)  over the  operating  temperature  range,  
un less  otherwise  stated  

5.4. 1  General  conditions  

5.4.1 .1  Min imum  and  maximum  storage  temperatures  (Tstg )  

5.4.1 .2  Min imum  and  maximum  operating  case  temperatures  (Tcase)  

5.4.1 .3  Min imum  and  maximum  operating  submount temperature  (Tsub)  

5.4.1 .4  Maximum  soldering  temperature  (soldering  time  and  m in imum  d istance  to  case)  
(Tsl d )  

5.4.1 .5  Min imum  bend  rad ius  of p ig tai l  (at speci fied  d istance  from  the  case)  (r)  

5.4.1 .6  Shock (maximum  acceleration  and  pu lse  duration )  

5.4.1 .7  Vibration  (maximum  acceleration  and  frequency range)  

5.4.1 .8  Tensi le  force  a long  cable  axis  

5.4.1 .8. 1  Untight structure  

– Maximum  tensi le  force  on  fibre  (F)  

– Maximum  tensi le  force  on  cable  (F)  

5.4.1 .8.2  Tight structure 

– Maximum  tensi le  force  on  cable  (F)  

5.4.2  Laser d iode 

For laser modu le  wi thou t TEC,  derating  curve  or derating  factor shal l  be  g iven  for one  of the  
parameters  5 . 4 .2 .2  to  5 . 4 . 2 .5.  For l aser modu le  wi th  TEC,  Tsub  =  25  °C.  

5.4.2 .1  Maximum  reverse  vol tage  (VR)  

5.4.2.2  Maximum  con tinuous  forward  curren t (IF)  

5.4.2.3  Maximum  con tinuous  rad ian t power (ϕe)  

5.4.2 .4 Maximum  pu lsed  forward  curren t at stated  frequency and  pu lse  duration  (IFP)  

5.4.2.5  Maximum  pu lsed  rad ian t power at stated  frequency and  pu lse  duration  (ϕep)  

5.4.3  Photodiode 

5.4.3.1  Maximum  reverse  vol tage  (VR)  

5.4.3.2  Maximum  forward  cu rrent (IF)  

5.4.4 Thermal  sensor (where  appropriate)  

5.4.4.1  Maximum  ratings  

5.4.4.1 . 1  Maximum  power d issipation  (P)  

or 

5.4.4.1 .2  Maximum  vol tage  supply (V)  
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5.4.5 Thermoelectric  cooler (where  appropriate)  

5.4.5.1  Maximum  cooler curren t under cool ing  and  heating  (IPE)  

5.5 Electric  and  optical  characteristics  

See Table  3 .  

Table  3  – Electric  and  optical  characteristics  for laser modu les  with  pigtai ls  

Characteristics  

Cond i tions  at  Tsub  =  25  °C  for 
l aser wi th  TEC,  Tamb  or  

Tcase  =  25  °C  for l aser modu le  
wi thout  TEC  un less  otherwise  

stated  

Symbol  

Requ i rementsc  

Un i t  

M in .  Max.  

A.  Laser d iode       

Forward  vo l tage  IF  or Φe  speci fi ed  VF   x  V  

Th reshold  cu rren t  I(TH )  x  x  mA 

Rad ian t  power a t  th reshol d  IF  =  ITH  φe(TH )   x  µW 

Forward  cu rren t  above  th reshol d  ( for 
l aser modu l e  wi thou t  TEC)  

Φe  speci fi ed  
T =  Tcase  max.  or Tamb  max.  

∆IF   x  mA 

D i fferen ti a l  effi cacy ( for l aser modu l e  
wi thou t  TEC)  

Φe  o r ∆IF  speci fi ed  
T =  Tcase  max.  or Tamb  max.  

η d  x  x   

Spectra l  characteri sti cs       

Peak em issi on  wavel ength  Φe  o r ∆IF  speci fi ed  
CW-operati on  

λp
a  x  x  nm  

E i ther spectral  rad i ati on  bandwid th  
FWHM  

Φe  o r ∆IF  speci fi ed  
CW-operati on  

λp
a   x  nm  

or mode  spaci ng  and  number of 
l ong i tud ina l  modes  

Φe  o r ∆IF  speci fi ed  CW-operati on  ηm   x   

Peak em issi on  wavel ength  under 
modu l ati on  

Φe  o r ∆IF  speci fi ed  
modu l ati on  cond i ti on  speci fi ed  

λp
b  x  x  nm  

Spectra l  rad i ati on  bandwid th  under 
modu l ati on  

Φe  o r ∆IF  speci fi ed  
modu l ati on  cond i ti on  speci fi ed  

λp
b   x   

Add i ti ona l  spectra l  characteri sti cs       

and /or cen troi da l  waveleng th  Φe  o r ∆IF  speci fi ed  CW-operati on  λavg
a  x  x  nm  

and /or spectral  rad i ati on  r.m . s.  
bandwid th  

Φe  o r ∆IF  speci fi ed  ∆λ rms
a   x  nm  

or mode  spaci ng  and  number of 
l ong i tud ina l  modes  

Φe  o r ∆IF  speci fi ed  ηm   x   

or cen tral  wavel ength  under 
modu l ati on  

Φe  o r ∆IF  speci fi ed  
modu l ati on  cond i ti on  speci fi ed  

λb  x  x  nm  

or spectra l  rad iati on  r.m . s.  bandwid th  
u nder modu l ati on  

Φe  o r ∆IF  speci fi ed  
modu l ati on  cond i ti on  speci fi ed  

∆λ rms
b   x  nm  

Sing le  spectral  mode laser module  under speci fied  d i rect modulation      

Spectral  mode  wi d th  Φe  o r ∆IF  speci fi ed  
modu l ati on  cond i ti on  speci fi ed  

∆λL   x  nm  

S i de-mode  suppress ion  rati o  Φe  o r ∆IF  speci fi ed  
modu l ati on  cond i ti on  speci fi ed  

SMSR x  dB  

Spectral  sh i ft       

Spectral  sh i ft  for modu l e  wi th  TEC ∆IF1 ,  ∆IF2 ,  φe1 ,  φe2  ∆λc   x  nm  

Spectral  sh i ft  for l aser modu le  
wi thou t  TEC   

Tamb
a  or Tcase

a ,  
Tamb

b  or Tcase
b  

∆λc   x  nm  

Transi en t parameters       
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Characteristics  

Cond i tions  at  Tsub  =  25  °C  for 
l aser wi th  TEC,  Tamb  or  

Tcase  =  25  °C  for l aser modu le  
wi thout  TEC  un less  otherwise  

stated  

Symbol  

Requ i rementsc  

Un i t  

M in .  Max.  

Rise  time,  
fa l l  time  

B i as  cu rren t  ∆IF  or φe  
i npu t  pu l se  cu rren t  
wid th  and  d u ty cycl e  speci fi ed  

tr,  
tf  

 x  
x  

s  
s  

and /or      

Tu rn -on  time,  
tu rn -off time  

B i as  cu rren t  ∆IF  or ϕe  
i npu t  pu l se  cu rren t  
wid th  and  d u ty cycl e  speci fi ed  

ton ,   
toff  

 x  
x  

s  
s  

Cu t-off frequency Φe  o r ∆IF  speci fi ed  fc  x  x  Hz  

Carri er-to-no i se  rati o  ∆IF  or  Φe ,  ∆f,  fm ,  m  and  f0  speci fi ed  C/N x  dB  

B.  Mon i tor photod iode       

Dark cu rren t Φe  =  0  
VR  speci fi ed  

Ir(0 )   x  µA 

Reverse  cu rren t  under opti ca l  
rad i ati on  

Φe  o r ∆IF  speci fi ed  
VR  speci fi ed  

IR(e)  x  x  µA 

D iode  capaci tance   or ri se/fa l l  t ime       

E i ther d i ode  capaci tance  VR  and  f speci fi ed  Cto t   x  pF  

or 
ri se  time,   
fa l l  time  

Φe  o r ∆IF  speci fi ed  
VR  speci fi ed  

 

tr,   
tf  

  
x  

 
s  

Tracki ng  error      

 E i ther  
Φe  o r ∆IF  and  VR  speci fi ed ,  
Temperatu re  range:  25  °C  to   
Tcase  m i n .  or Tamb  m i n .  

 

ER1  
  

x  
 

 or 
Φe  o r ∆IF  and  VR  speci fi ed ,  
Temperatu re  range:  25  °C  to   
Tcase  m i n .  or Tamb  m i n .  

 
ER2  

  
x  

 

C.  Thermistor (where  appropriate)       

Resi stance  Therm istor cu rren t  Itc  speci fi ed  R x x  Ω 

Slope  of res i stance  Therm istor cu rren t  Itc  speci fi ed .  
Temperatu re  range:  
Tsub

a ,  Tsub
b  

∆R/R  x  x   

D.  TEC  current  (where  appropriate)       

TEC  cu rren t Φe  o r ∆IF  speci fi ed ,  
Temperatu re  range:  Tcase  m i n .  or 
Tcase  max.  

IPE   x  A 

TEC  vol tage  Φe  o r ∆IF  speci fi ed ,  
Temperatu re  range:  Tcase  o r  
Tamb  min .  and  max.  

VPE   x  V  

a  CW-operati on .  

b  I n  modu l ati on .  

c  x  represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

 

5.6  Supplementary information  

5.6.1  DC forward  cu rren t of the  l aser d iode  correspond ing  to  ϕeoo  

NOTE  ϕeoo  i s  the  rad i an t  power va l ue  of the  l aser ch ip  on  submount,  representati ve  of the  performance  and  
re l i abi l i ty of devices  manu factu red  us i ng  the  same  technol ogy and  subm i tted  to  the  same  qual i ty assu rance  
procedures.  
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5.6.2  Response  time  of the  thermistor temperature  to  the  change  of cooler current (where  
appropriate)  

5.6.3  Thermal  resistance  between  laser d iode  junction  and  case  (wi thout cooler):  R th j -c  

5.6.4 s1 1  parameter 

5.7  Hazards  

See  I EC 60825.  

6 PIN  photodiodes  for fibre  optic  systems  or subsystems 

6.1  Type  

Ambien t-rated  or case-rated  PIN  photod iodes  wi th  or wi thou t optical  fibre  p ig ta i l  for fibre  optic 
systems  or subsystems 

6.2  Semiconductor materials  

Si ,  Ge,  I nGaAs,  etc.  

6.3  Detai ls  of outl ine  and  encapsu lation  

6.3. 1  I EC  and /or national  reference  number of ou tl i ne  d rawing  

6.3.2  Method  of encapsu lation :  g lass/metal /p lastic/other 

6.3.3  Terminal  i denti fication  and  i nd ication  of any e lectrical  connection  between  a  terminal  
and  the  case  

6.3.4 Characteristics  of the  optical  port:  re lative  orien tation  to  mechan ical  axis,  re lati ve  
posi tion  to  mechan ical  axis,  area,  numerical  aperture  

6.3.5  For devices  wi th  p ig tai l :  i n formation  on  the  p ig ta i l  fi bre,  type  of fibre,  kind  of 
protection ,  connector,  l eng th  

6.3.6  I n formation  on  the  heat s ink of the  package  
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6.4 Limiting  values  (absolute  maximum ratings)  over the  operating  temperature  range,  
un less  otherwise  stated  

See  Table  4 .  

Table  4  – Limi ting  values  for PIN  photodiodes  

Characteristics  Symbol  
Requ i rementsa  

Un i t  
M in .  Max.  

Storage  temperatu re  Ts tg  x  x  °C  

Temperatu re      

e i ther ambien t  temperatu re  Tamb  x  x  °C  

or case  temperatu re  Tcase  x  x  °C  

So l deri ng  temperatu re  at  maximum  sol deri ng  time  and  
m i n imum  d i stance  to  case  speci fi ed  

Ts l d   x  °C  

Reverse  vol tage  VR   x  V  

Power d i ss i pati on  Pto t   x  W 

Rad ian t  power on  the  sensi ti ve  area  Φe   x  W 

For d evices  wi th  p i g ta i l :  
Bend  rad i us  of p i g ta i l  (at  speci fi ed  d i stance  from  the  case)  

 

r  

 
x  

  
mm(cm)  

Shock   x  m /s2 ,  s  

Vi brati on    x  m /s2 ,  H z  

Tensi l e  force  on  devices  wi th  p i g ta i l :      

U n ti gh t  s tructu re:  

– Tensi l e  force  on  fi bre  a l ong  i ts  axi s  

– Tensi l e  force  on  cl add i ng  a l ong  i ts  axi s  

    

F  x  N  

F  x  N  

Ti gh t s tructu re:  

– Tensi l e  force  on  p i g ta i l  a l ong  i ts  axi s  

    

F  x  N  

a  x represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  
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6.5 Electrical  and  optical  characteristics  

See  Table  5.  

Table  5  – Electrical  and  optical  characteristics  for PIN  photodiodes  

Characteri stics  
Condi tions  at   

Tamb  or Tcase  =  25  °C  
un less  otherwise  s tated  

Symbol  
Requ i rementsc  

U n i t  
M in .  Max.  

Dark cu rren t       

Dark cu rren t  
Dark cu rren t  a t  h i gh  temperatu re  

VR  speci fi ed ,  Φe  =  0  
VR  speci fi ed ,  Φe  =  0  
Tamb  or Tcase  speci fi ed  

IR(D)
a  

IR(D)
b  

 x  

x  

µA 

µA 

Tota l  capaci tance  VR ,  f speci fi ed ,  Φe  =  0  Cto t   x  pF  

No i se  cu rren t VR ,  IR(e) ,  f0 ,  ∆fN ,  RL ,  λp ,  ∆λ  
speci fi ed  

In   x  µA 

For devices  wi thou t  p i g ta i l :       

Sensi ti vi ty a l ong  the  speci fi ed  
mechan ica l  axi s  

VR ,  λp ,  ∆λ ,  Φe  speci fi ed  SFD ,  S  x  xa  A/W 

Spati a l  u n i form i ty of sensi ti vi ty 
(where  appropri ate)  

VR ,  λp ,  ∆λ  or Φe  speci fi ed  ∆S   x   

For devices  wi th  p ig ta i l :  
Sensi ti vi ty 

 

VR ,  λp ,  ∆λ ,  Φe  speci fi ed  

 
SFD ,  S  

 
x  

 
xa  

 

 

Bandwid th      GHz  

e i ther 

Swi tch i ng  time:  
–  Ri se  time  
– Fa l l  t ime  
–  De lay times  (where  appropriate)  
–  S torage  time  

VR ,  λp ,  ∆λ ,  pu l se  base  Φe1 ,  
pu l se  top  Φe2 ,  RL  speci fi ed  

 

 

tr  
tf  

td (on ) ,  td (off)  
ts  

  

 
x  
x  
x  
x  

 

 
s  
s  
s  
s  

or 

Cu t-off frequency 

 

VR ,  λp ,  ∆λ ,  Φe ,  RL  speci fi ed  

 

fc  

 

x  

  

H z  

NOTE  The  speci fi ed  vol tage  VR  i s  the  same  for a l l  the  characteri sti cs ,  u n l ess  otherwi se  stated .  

a  Where  appropriate .  

b  Term  and /or l e tter symbol  u nder consi derati on .  

c  x  represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

 

6.6  Supplementary information  

6.6.1  Typical  curve  of dark curren t versus  vol tage,  at d i fferen t temperatures  

6.6.2  Typical  curve  of tota l  capaci tance  versus  reverse  vol tage  

6.6.3  Relative  sensi ti vi ty versus  wavelength  

6.6.4 Relative  sensi ti vi ty versus  temperature  

6.6.5  Derating  curve  or derating  factor of maximum  d issipation  
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7  Avalanche photodiodes  (APDs)  wi th  or wi thout pigtai ls  

7.1  Type  

Ambien t-rated  or case-rated  APD  for fibre  optic systems  or subsystems 

7.2  Semiconductor 

7.2 .1  Materials:  S i ,  Ge,  I nGaAs,  etc.  

7.2.2  Structure  

7.3  Detai ls  of outl ine  and  encapsulation  

7.3.1  I EC  and /or national  reference  number of ou tl i ne  d rawing  

7.3.2  Method  of encapsu lation :  g lass/metal /p lastic/other 

7.3.3  Terminal  i den ti fication  and  i nd ication  of any e lectrical  connection  between  a  terminal  
and  the  case  

7.3.4 Characteristics  of the  optical  port:  re lati ve  orien tation  to  the  mechan ical  axis,  re lative  
posi tion  to  mechan ical  axis,  area,  numerical  aperture  

7.3.5  I n formation  on  the  pig tai l  fi bre  (where  appropriate):  type  of fibre,  kind  of protection ,  
connector,  l eng th  

7.4 Limiting  values  (absolute  maximum ratings)  over the  operating  temperature  range,  
un less  otherwise stated  

7.4.1  Min imum  bend  rad ius  of the  p ig ta i l ,  where  appropriate  

7.4.2  Min imum  and  maximum  storage  temperature  (Tstg )  

7.4.3  Min imum  and  maximum  operating  ambien t or case  temperatures  (Tamb  or Tcase)  

7.4.4 Maximum  soldering  temperature  (Tsl d )  (soldering  time  and  m in imum  d istance  to  case  
to  be  speci fied )  

7.4.5  Maximum  power d issipation  at  ambien t or case  temperature  of 25  °C  (Ptot)  and  
derating  curve  or derating  factor 

7.4.6  Maximum  pu l l  force  for p ig tai l  (fibre  or cable),  where  appropriate,  i n  the  d i rection  of 
the  axis  of the  i npu t pig ta i l  ( fibre  or cable)  

7.4.7  Maximum  reverse  current (IR)  

7.4.8  Maximum  forward  cu rrent (IF)  

7.5  Electrical  and  optical  characteristics  

VR shal l  be  the  same  for a l l  characteristics;  i t  shal l  be  equal  to  0 , 9  times  the  i nd ividual l y 
measured  value  of V(BR) ,  un less  otherwise  speci fied .  

See  Table  6 .  
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Table  6  – Electrical  and  optical  characteristics  for avalanche 
photodiodes  (APDs)  with  or wi thout pigtai ls  

Characteristics  
Cond i tions  at   

Tamb  or Tcase  =  25  °C  
un less  otherwise  stated  

Symbol  
Requ i rementsc  

Un i t  

M in .  Max.  

Breakdown  vol tage  Ee  or ϕe  =  0 ,  
IR  speci fi ed  

V(BR)  x  x   

Reverse  dark cu rren t      

Reverse  dark cu rren t  (NOTE  1 )  Ee  or ϕe  =  0 ,  
VR  speci fi ed  

IR
a   x  µA 

Reverse  dark cu rren t  (NOTE  2)  Ee  or ϕe  =  0 ,  
VR  speci fi ed  
T =  Tamb  max.  or Tcase  max.  

IR
b   x  µA 

Sensi ti vi ty      

Sensi ti vi ty (NOTE  1 )  VR1  (NOTE  2) ,  ϕe ,  λpp ,  ∆λ  
speci fi ed  

Sa  x  x  
(NOTE  1 )  

A/W 

Sensi ti vi ty (NOTE  2)  VR ,  ϕe ,  λp ,  ∆λ  speci fi ed  Sb  x  x  
(NOTE  2)  

A/W 

Mu l ti p l i cati on  factor VR1  (NOTE  2) ,  λp ,  ∆λ ,  ϕe  
speci fi ed  

M x   

Tota l  capaci tance  Ee  or ϕe  =  0 ;  VR,  f speci fi ed  Cto t   x  pF  

Smal l  s i gna l  parameters       

Tu rn -on  time  and  tu rn -off t ime  VR ,  ∆λ ,  RL ,  
ϕe1 :  peak rad i an t  power 
ϕe2 :  offset rad ian t  power  

 
ton  
toff  

  
x  
x  

 
s  

s  

Smal l  s i gna l  cu t-off frequency VR ,  λp ,  ∆λ ,  ϕe  and  RL  
speci fi ed  

fc  x   H z  

Excess  noi se  factor VR1  (NOTE  2) ,  VR ,  IPO ,  λp ,  
∆λ ,  M,  f0 ,  

∆fN  speci fi ed  

Fe   x   

N oi se  cu rren ta  VR ,  λp ,  ∆λ ,  f,  ∆fN  speci fi ed  In   x  µA 

NOTE  1  Where  appropria te .  

NOTE  2  Typ ica l l y,  VR1  i s  a  smal l  va l ue  a t  wh ich  neg l i g i b l e  carri er mu l ti p l i cati on  takes  p l ace,  or the  vo l tage  at  
wh i ch  the  d evi ce  i s  fu l l y depl eted  and  has  ach i eved  i ts  rated  speed .  

a  Where  appropri a te .  

b  Term  and /or l e tter symbol  under consi derati on .  

c  x represen ts  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

7.6  Supplementary information  

7.6.1  Curve  of breakdown  vol tage  versus  temperature  

7.6.2  Curve  of sensi ti vi ty versus  wavelength  

7.6.3  Curve  of capaci tance  versus  reverse  vol tage  

7.6.4 Curve  of mu l tipl ication  factor versus  reverse  vol tage  at  d i fferent temperatures  

7.6.5  Curve  of reverse  dark curren t versus  reverse  vol tage  at  d i fferent temperatures  

7.6.6  Location  of sensi ti ve  area  by reference  to  the  package  (wi thou t p ig tai l )  
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7.6.7  Curve  of excess  noise  factor versus  reverse  vol tage  (where  appropriate)  

7.6.8  Curve  of noise  curren t versus  reverse  vol tage  (where  appropriate)  

8  PIN-TIA modules  for fibre  optic  systems  or subsystems 

8.1  Type  

Ambien t-rated  or case-rated  PIN -TIA modu les  for fibre  optic systems  or subsystems 

The  PIN -TIA modu le  consists  of the  fol lowing  basic parts:   

– PIN  photod iode;   

– TIA ci rcu i ts;   

– fi bre  p ig ta i l ,  p ig tai l  connectors,  receptacles  (connectorized  package).   

8.2  Semiconductor materials  

The  PIN -TIA modu le  consists  of the  fol lowing  semiconductor materia ls :  

– PIN  photod iode:  S i ,  Ge,  I nGaAs,  etc. ;   

– TIA ci rcu i ts:  GaAs,  S i ,  etc.   

8.3  Structure  

The  structure  of the  PIN -TIA modu le  i s  as  fol lows:  

– PIN  photod iode:  Mesa,  p lanar,  etc. ;  

– TIA ci rcu i ts:  CMOS,  B i -CMOS,  HBT,  B i -polar etc. ;   

– i n formation  on  the  fibre  coupl i ng :  taper type,  l ens  coupl ing ,  etc. ;  

– i n formation  on  the  ci rcu i t:  h igh  impedance,  transimpedance,  bandwid th ,  etc. ;   

– i n formation  on  the  package:  p ig tai l ,  receptacle  (connectorized  package),  etc.   

8.4 Detai ls  of outl ine  and  encapsu lation  

– I EC and /or national  reference  number of ou tl i ne  d rawing  

– Method  of encapsu lation :  g lass/metal /plastic/other 

– Terminal  i den ti fication  and  ind ication  of any e lectrical  connection  between  a  terminal  and  
the  case  

– Characteristics  of the  optical  port:  orien tation  relati ve  to  mechan ical  axis,  posi tion  re lati ve  
to  mechan ical  axis,  area,  numerical  aperture  

– I n formation  on  the  pig ta i l  fi bre:  type  of fibre,  kind  of protection ,  connector,  l eng th  

– I n formation  on  the  connector/receptacle  
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8.5 Limiting  values  (absolute  maximum  ratings)  over the  operating  temperature  range,  
un less  otherwise  stated  

See  Table  7.  

Table  7  – Limi ting  values  for PIN -TIA modules   

Characteristics  Symbol  
Requ i rementsa  

U n i t  
M in .  Max.  

Storage  temperatu re  Ts tg  x  x  °C  

Operati ng  temperatu re      

e i ther operati ng  ambien t temperatu re  

or operati ng  case  temperatu re  

Tamb  

Tcase  

x  

x  

x  

x  

°C  

°C  

Sol dering  temperatu re  at  maximum  sol deri ng  time  and  m i n imum  
d i stance  to  case  speci fi ed  

Ts l d   x  °C  

Suppl y vo l tages  a t  speci fi ed  term inal s  Vsupp  x  x  V  

Rad ian t  power at  opti ca l  port  Φe   x  mW(W)  

Bend  rad ius  of p i g ta i l  (at  speci fi ed  d i stance  from  the  case)  r x  mm(cm)  

Shock   x  m /s2 ,  s  

Vi brati on    x  m /s2 ,  H z  

Tensi l e  force  a l ong  cabl e  axi s :  

U n ti gh t  s tructu re  
–  Tensi l e  force  on  fi bre  
–  Tensi l e  force  on  cable  

Ti gh t  s tructu re  
−  Tensi l e  force  on  cable  

 

 

F 

F 

 

F 

  
 

x  
x  

 
x  

 
 

N  
N  

 
N  

a  x  represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

 

8.6  Operating  condi tions  at  Tamb  =  25   °C ,  un less  otherwise  stated  

See  Table  8 .  

Table  8  – Operating  conditions  for PIN -TIA modules  

Characteristics  Symbol  
Requ i rements  

Un i t  
M in .  Max.  

Suppl y vo l tages  speci fi ed  by term inal  number Vsupp  x  x  V  

Suppl y cu rren t  (at  Tamb  max. )  speci fied  by term inal  number Isupp   x  mA 

Load  res i stance  RL  x   Ω  
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8.7  Electrical  and  optical  characteristics  

See  Table  9 .  

Table  9  – Electrical  and  optical  characteristics  for PIN-TIA modu les  

Characteristics  
Cond i tions  at  Tamb  
or Tcase  =  25  °C ,   

un l ess  otherwise  stated  
Symbol  

Requ i rementsa  
Un i t  

M in .  Max.  

Min imum  detectab le  power a)   λp ,  ∆λ ,  fmB ,  B  and  C/N 
speci fi ed  

or 

b)   λp ,  ∆λ ,  b i t  rate ,  s i gna l  
pattern  and  b i t  error ra te  
speci fied  

ΦeD  x   dBm  

Ou tpu t  noi se  power densi ty RL ,  fm ,  B ,  Φe  speci fi ed  

λp ,  ∆λ  speci fi ed  

Pn0 ,  λ   x  W/Hz 

Frequency      

Low frequency ou tpu t noi se  
power d ensi ty 

and  
Corner frequency 

RL ,  fm ,  B ,  λp  and  ∆λ  speci fi ed ,   
Φe  =  0  

RL ,  fm ,  B ,  λp  and  ∆λ  speci fi ed ,   
Φe  =  0  

Pn0 ,  λ  

LF  

fcor  

 x  

 

x  

W/Hz 

 

H z  

Responsivi ty       

Responsivi ty ( for modu l e)  

and  

Responsivi ty ( for P I N  
photod i ode  on l y)  (where  
appropri ate)  

λp ,  ∆λ ,  Φe ,  RL  speci fi ed  

 

VR ,  λp ,  ∆λ ,  Φe  speci fi ed  

RD  

 

RD  

x  

 

x  

 V/W 

 

A/W 

Frequency response  fl a tness  λp ,  ∆λ ,  Φe ,  RL  speci fi ed  

f1  and  f2  speci fi ed  

∆RD /RD   x   

Bandwid th       

e i ther 

Swi tch i ng  time:  

–  Rise  t ime  
–  Fal l  t ime  

 

λp ,  ∆λ ,  Φe1 ,  Φe2 ,  RL  speci fi ed  

 

 

tr  
tf  

  

 

x  
x  

 

 

n s  
n s  

or 
Cu t-off frequency 

 
λp ,  ∆λ ,  Φe ,  RL  speci fi ed  

 
fc  

 
x  

  
MHz 
(GHz)  

Offset  vo l tage  (where  
appropri ate)  

λp ,  ∆λ ,  Φe ,  RL  speci fi ed  Voff  x  x  V  

Dark cu rren t  (PIN  
photod i ode  on l y)  (where  
appropri ate)  

VR  speci fi ed ,  Φe  =  0  IR   x  nA 

a  x  represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

 

8.8  Supplementary information  

– Relati ve  responsivi ty versus  wavelength  

– Typical  thermal  variation  of the  offset vol tage  

– I n formation  on  the  equal i zation  
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9  APD-TIA modules  for fibre  optic  systems  or subsystems 

9.1  Type  

Ambien t-rated  or case-rated  APD-TIA modu les  for fibre  optic systems  or subsystems 

The  APD-TIA modu le  consists  of the  fol lowing  basic parts:   

– APD;   

– TIA ci rcu i ts;   

– fi bre  p ig ta i l ,  p ig tai l  connectors,  receptacles  (connectorized  package).   

9.2  Semiconductor materials  

The  APD-TIA modu le  consists  of the  fol lowing  semiconductor materials :  

– APD:  S i ,  Ge,  I nGaAs,  etc. ;   

– TIA ci rcu i ts:  GaAs,  S i ,  etc.   

9.3  Structure 

The  structure  of the  APD-TIA modu le  i s  

– APD:  Mesa,  p lanar,  etc. ;  

– TIA ci rcu i ts:  CMOS,  B i -CMOS,  HBT,  B i -polar etc. ;   

– i n formation  on  the  fibre  coupl i ng :  taper type,  l ens  coupl i ng ,  etc. ;  

– i n formation  on  the  ci rcu i t:  h igh  impedance,  transimpedance,  bandwid th ,  etc. ;   

– i n formation  on  the  package:  p ig tai l ,  receptacle  (connectorized  package),  etc.   

9.4 Detai ls  of outl ine  and  encapsu lation  

– I EC and /or national  reference  number of ou tl i ne  d rawing  

– Method  of encapsu lation :  g lass/metal /plastic/other 

– Terminal  i den ti fication  and  ind ication  of any e lectrical  connection  between  a  terminal  and  
the  case  

– Characteristics  of the  optical  port:  orien tation  relative  to  mechan ical  axis,  posi tion  re lati ve  
to  mechan ical  axis,  area,  numerical  aperture  

– I n formation  on  the  p ig ta i l  fi bre:  type  of fibre,  ki nd  of protection ,  connector,  l eng th  

– I n formation  on  the  connector/receptacle  

9.5  Limiting  values  (absolute  maximum  ratings)  over the  operating  temperature  range,  
un less  otherwise stated  

See  Table  1 0 .  
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Table  1 0  – Limiting  values  for APD-TIA modules   

Characteri sti cs  Symbol  
Requ i rements a  

Un i t  
M in .  Max.  

Storage  temperatu re  Tstg  x  x  °C  

Operati ng  temperatu re      

E i ther 
operati ng  ambien t  temperatu re  
or 
operati ng  case  temperatu re  

 

Tamb  
 

Tcase  

 
x  
 
x  

 
x  
 
x  

 
°C  
 
°C  

So l deri ng  temperatu re  at  maximum  sol deri ng  time  and  m i n imum  
d istance  to  case  speci fi ed  

Ts l d   x  °C  

Suppl y vo l tages  a t  speci fi ed  term inal s  Vsupp  x  x  V  

APD  reverse  vol tage  Vbr   x  V  

APD  forward  cu rren t  
and  
APD  reverse  cu rren t  

If 
 

Ir  

 x  
 
x  

mA 
 

mA 

Opti ca l  i npu t power Pi n   x  dBm  

a  x  represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

 

9.6  Electrical  and  optical  characteristics  

See  Table  1 1 .  

Table  1 1  – E lectrical  and  optical  characteristics  for APD-TIA modu les  

Characteristics  
Cond i tions  at  Tamb  
or Tcase  =  25  °C,   

un less  otherwise  stated  
Symbol  

Requ i rementsa  
Un i t  

M in .  Max.  

Responsivi ty (for APD  ch i p)  Pi n ,  M,  and  λp  speci fi ed  RD  x   A/W 

Breakdown  vol tage  Ir  speci fi ed  Vbr  x  x  V  

Temperatu re  coeffi ci en t  of Vbr  Min imum  and  maximum  Tcase  
speci fi ed  

γ  x x  V/°C  

TI A suppl y vo l tage   Vcc  x x  V 

TI A suppl y cu rren t  Vcc  speci fi ed  Icc  x x  A 

Sensi ti vi ty λp ,  exti ncti on  rati o,  

bi t  ra te ,  
s i gnal  pattern ,  and  b i t  error rate  
speci fi ed  

Pr   x  dBm  

Overl oad  λp ,  exti ncti on  rati o,  

bi t  ra te ,  
s i gnal  pattern ,  and  b i t  error rate  
speci fi ed  

Po  x  dBm  

Bandwid th  λp  and  P i n  speci fi ed   x   GHz  

Ou tpu t  vol tage  λp ,  Pi n ,  and  M speci fi ed     mVpp  

Outpu t  impedance   Z0  x x  Ω 

Transimpedance  Pi n ,  and  M speci fi ed  Zt  x x  Ω  

Opti ca l  retu rn  l oss  λp  speci fi ed  Pr    dBm  

a  x  represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  
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1 0  Laser d iode  modules  for pumping  an  optical  fibre  ampl i fier 

1 0.1  Type  

The  laser modu le  consists  of the  fol lowing  basic parts:  

– l aser d iode;  

– fi bre  p ig ta i l  (where  appropriate) ;  

– l enses  (where  appropriate);  

– photod iode  (where  appropriate);  

– thermal  sensor (where  appropriate);  

– TEC element (where  appropriate) ;  

– i solator (where  appropriate) .  

1 0.2  Semiconductor materials  

The  laser d iode  modu le  for pumping  an  optical  fibre  ampl i fi er consists  of the  fol lowing  
semiconductor materia ls:  

– l aser d iode:    GaAs,  GaAlAs,  I nGaAs,  I nGaAsP,  I nP,  etc.  

– photod iode:    Ge,  S i ,  I nGaAs,  etc.   

– thermal  sensor:    where  appropriate  

– TEC element:  

1 0.3  Structure 

Laser d iode:  gain  gu ided ,  i ndex gu ided ,  d i stribu ted  feedback,  ri dge  wavegu ide,  BH ,  etc.   

1 0.4 Detai ls  of outl ine  and  encapsulation  

– I EC and /or national  reference  number of the  ou tl i ne  d rawing  

– Method  of encapsu lation :  g lass/metal /p lastic/other 

– Terminal  i denti fication  and  i nd ication  of any e lectrical  connection  between  a  terminal  and  
the  case  

– Characteristics  of the  optical  port:  orien tation  relati ve  to  mechan ical  axis,  posi tion  re lative  
to  mechan ical  axis,  area,  numerical  aperture  

– I n formation  on  the  pig ta i l  fi bre:  type  of fibre,  ki nd  of protection ,  connector,  and  leng th  

– I n formation  on  the  heat s inking  of the  package 
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1 0.5  Limiting  values  (absolute  maximum ratings)  over the  operating  temperature  range,  
un less  otherwise  stated  

See  Table  1 2 .  

Table  1 2  – Limiting  values  for laser d iode  modu les  
for pumping  an  optical  fibre  ampl i fier 

Characteristics  Symbol  
Requ i rementsb  

Un i t  
M in .  Max.  

A.  General  cond i tions      

S torage  temperatu re  Ts tg  x  x  °C  

Operati ng  case  temperatu re  Tcase  x  x  °C  

Operati ng  submoun t temperatu re  (where  appropri ate)  Tsub  x  x  °C  

Sol dering  temperatu re  at  maximum  sol deri ng  time  and  at  speci fi ed  
m i n imum  d i stance  to  case  

Ts l d   x  °C  

Bend  rad i us  of p i g ta i l  (at  speci fi ed  d i stance  from  the  case)  r x  mm  (cm)  

Shock   x  m /s2 ,  s  

Vi bration    x  m /s2 ,  H z  

Tensi l e  force  a l ong  cabl e  axi s      

U n ti gh t  s tructu re  
−  Tensi l e  force  on  fi bre  
−  Tensi l e  force  on  cab le  

 

F 

F 

  
x  
x  

 
N  
N  

Ti gh t s tructu re  
−  Tensi l e  force  on  cable  

 

F 

  
x  

 
N  

B.  Laser d iode  a      

Reverse  vol tage  VR   x  V  

Con ti nuous  forward  cu rren t  IF   x  mA 

Con ti nuous  rad i an t  power Φe   x  mW 

C.  Photod iode  (where  appropriate)      

Reverse  vol tage  VR   x  V  

Forward  cu rren t  IF   x  mA 

D.  Thermal  sensor (where  appropriate)      

Thermal  sensor     

e i ther 
D i ss i pati on  
or 
Suppl y vo l tage  

 

P  
 

Vsupp  

  
x  
 
x  

 
W 
 
V  

E.  Thermoelectric  cooler (where  appropriate)      

TEC  cu rren t  under cool i ng  and  heati ng  Ip   x  A 

a  For l aser modu l e  wi thou t  TEC,  the  derati ng  cu rve  or derati ng  factor shal l  be  g i ven  for one  of the  parameters  of 
1 0 . 5 . 1 0  to  1 0 . 5. 1 3 .  For l aser modu l e  wi th  TEC,  Tsub  =  25  °C.  

b  x  represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

 

1 0.6  Electrical  and  optical  characteristics  

See  Table  1 3 .  
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Table  1 3  – E lectrical  and  optical  characteristics  for laser d iode  modules  
for pumping  an  optical  fibre  ampl i fier 

Characteri stics  

Cond i tions  at  Tsub  =  25  °C   
for l aser modules  wi th  TEC,  
Tamb  or Tcase  =  25  °C  for l aser 
modu le  wi thout TEC,  un less  

otherwise  speci fied  

 

Symbol  

Requ i rementsc  
 

U n i t  M in .  Max.  

A.  Laser d iode       

Forward  vo l tage  Φe  or  IF  speci fi ed  VF   x  V  

Forward  cu rren t       

Forward  cu rren t  Φe  speci fi ed  IF
a   x  mA 

Forward  cu rren t  a t  h i gh  temperatu re  Φe  speci fi ed  Tcase  =  Tcase ,  max.  IF
b   x  mA 

Threshol d  cu rren t   I(TH )  x  x  mA 

D i fferen ti a l  effi ci ency Φe  or ∆IF  speci fi ed  
(∆IF  =  IF  −  I(TH ))  

η d  x  x  m  

Spectral  characteri sti cs       

Peak em ission  wavel ength  Φe  or ∆IF  speci fi ed ,   
CW cond i ti on  

λp  x  x  nm  

e i ther 
Spectra l  rad i ati on  r.m . s.  bandwid th  

 
Φe  or ∆IF  speci fi ed ,  
CW cond i ti on  

 
∆λ rms  

  
x  

 
nm  

or 
Spectral  rad i ati on  bandwid th  (FWHM)  

 
Φe  or ∆IF  speci fi ed ,  
CW cond i ti on  

 
∆λ  

  
x  

 
nm  

Spectra l  sh i ft  wi th  cu rren t  or rad i an t  
power 

∆IF
a ,  ∆IF

b  or Φe
a ,  

Φe
b  speci fi ed  

∆λc  
or ∆λp  

 x  
x  

nm/mA 
nm/mW 

Spectral  sh i ft  wi th  temperatu re  ( for 
l aser modu l e  wi th  TEC)  

Tcase
a ,  Tcase

b  speci fi ed  

Φe  or ∆IF  speci fi ed  

∆λT   x  nm /°C  

Spectra l  sh i ft  wi th  temperatu re  (for 
l aser modu l e  wi th  TEC)  

Tamb
a ,  Tamb

b  speci fi ed  
Φe  or ∆IF  speci fi ed  

∆λT   x  nm /°C  

B.  Mon i tor photod iode   
(where  appropriate)  

     

Dark cu rren t  Φe  =  0 ,  VR  speci fi ed  IR(D)   x  µA 

Mon i tor cu rren t Φe  or ∆IF  speci fi ed ,  
VR  speci fi ed  

IR(M )  x  x  mA 

Tracki ng  error      

Tracki ng  error a  Φe  or ∆IF ,  VR  speci fi ed ,  
Temperatu re  range:  
25  °C  to  Tcase ,  m i n .  or Tamb ,  m i n .  

ER1   x   

Tracki ng  error b  Φe  or ∆IF ,  and  VR  speci fi ed  
Temperatu re  range:  
25  °C  to  Tcase ,  max.  or Tamb ,  max.  

ER2   x   

C.  Thermistor (where  appropriate)       

Resi stance  Therm istor cu rren t  Itc  speci fi ed  R x x  Ω  

S l ope  of res i stance  Therm istor cu rren t  Itc  speci fi ed  
Temperatu re  range:  
Tsub

a ,  Tsu b
b  

∆R/R  x  

 

x  

 

 

D.  TEC  element (where  appropriate)       

TEC  cu rren t  Φe  or ∆IF ,  speci fi ed  
Temperatu re  range:  
Tcase  m i n .  or Tcase  max.  

IPE   x  A 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC  62007-1 : 201 5    I EC 201 5  – 29  – 

 

Characteri stics  

Cond i tions  at  Tsub  =  25  °C   
for l aser modules  wi th  TEC,  
Tamb  or Tcase  =  25  °C  for l aser 
modu le  wi thout TEC,  un less  

otherwise  speci fied  

 

Symbol  

Requ i rementsc  
 

U n i t  M in .  Max.  

TEC vol tage  Φe  or ∆IF ,  speci fi ed  
Temperatu re  range:  
Tcase  m i n .  or Tcase  max.  

VPE   x  V  

a  CW-operati on .  

b  I n  modu l ati on .  

c  x  represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

 

1 0.7  Supplementary information  

– Med ian  l i fe  under speci fied  case  temperature  at  speci fied  ou tpu t power 

– DC forward  cu rren t of the  l aser d iode  correspond ing  to  Φeoo  

NOTE  Φeoo  i s  the  rad ian t  power va l ue  of the  l aser ch i p  on  submoun t,  represen tati ve  of the  performance  and  
re l i abi l i ty of devices  manufactu red  us i ng  the  same  technology and  submi tted  to  the  same  qual i ty assu rance  
procedures.  

– Response  time  of the  thermistor temperature  wi th  respect to  the  change  of cooler cu rren t 
(where  appropriate)  

– Thermal  resistance  between  laser d iode  j unction  and  case  (for the  l aser modu le  wi thou t 
cooler)  

1 0.8  Hazards  

See  I EC 60825.   

1 1  Optical  modulators  for d ig i tal  fibre  optic  appl ications  

1 1 . 1  Type  

The  optical  modu lator modu le  consists  of fol lowing  basic parts :  

– modu lator (Mach-Zehnder type,  e lectro-absorption  type,  etc. ) ;  

– i npu t and  ou tpu t fibre  p ig ta i l  (where  appropriate) ;  

– thermal  sensor (where  appropriate);  

– TEC element (where  appropriate);  

– photod iode  (where  appropriate) .  

1 1 .2  Materials  

The  materials  of optical  modu lators  for d ig i ta l  fi bre  optic appl ications  are  

– modu lator:  I nP,  GaAs,  I nGaAs,  I nAlAs,  I nGaAsP,  L iNbO3 ,  etc. ;  

– thermal  sensor;  

– TEC element;  

– photod iode:  Ge,  S i ,  I nGaAs,  etc.  

1 1 .3  Structure 

– Modu lator:  l umped  type  (Mach-Zehnder),  travel l ing-wave  type  (Mach-Zehnder),  Y-branch ,  
MQW,  etc.  

– Optical  i solator,  photod iode,  ha l f-mi rror,  etc.  
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1 1 .4 Detai ls  of outl ine  and  encapsu lation  

– I EC  and /or national  reference  number of the  ou tl i ne  d rawing  

– Method  of encapsu lation :  g lass/metal /p lastic/other 

– Terminal  i den ti fication  and  ind ication  of any e lectrical  connection  between  a  terminal  and  
the  case  

– Characteristics  of the  optical  port:  re lati ve  orien tation  to  mechan ical  axis,  re lati ve  posi tion  
to  mechan ical  axis,  area,  numerical  aperture  

– I n formation  on  the  p ig tai l  fibre:  type  of fibre,  kind  of protection ,  l eng th ,  connector type,  
angu lar orien tation  of the  connector to  the  fibre  polarization  axis  (where  appropriate)  

– I n formation  on  the  heatsinking  of the  package  

1 1 .5  Limiting  values  (absolute  maximum  ratings)  

Limi ting  values  as  shown  i n  Table  1 4  are  over the  operating  temperature  range,  un less  
otherwise  stated .  Relati ve  humid i ty and  a i r pressure  shou ld  be  speci fied  for a l l  devices  in  non-
hermetical l y sealed  packages.  

Table  1 4  – Limiting  values  for optical  modu lators  for d ig i tal  fibre  optic  appl ications  

Characteri sti cs  Symbol  
Requ i rementsb  

U n i t  
M in .  Max.  

A.  General  condi tions      

S torage  temperatu re  Tstg  x  x  °C  

Operati ng  case  temperatu re  Tcase  x  x  °C  

Operati ng  submoun t temperatu re  (where  appropri ate)  Tsub  x  x  °C  

So l deri ng  temperatu re  at  maximum  sol deri ng  time  and  m i n imum  
d i stance  to  case  speci fi ed  

Ts l d   x  °C  

Bend  rad i us  of p i g ta i l  (at  speci fi ed  d i stance  from  the  case)  r x  mm(cm)  

Shock   x  m /s2 ,  s  

Vi brati on    x  m /s2 ,  H z  

Accel erati on  (where  appropriate)    x  m /s2  

Tensi l e  force  a l ong  cabl e  axi s :      

U n ti gh t  s tructu re  
– Tensi l e  force  on  fi bre  
−  Tensi l e  force  on  cable  

 

F 

F 

  
x  
x  

 
N  
N  

Ti gh t s tructu re  
−  Tensi l e  force  on  cable  

 

F 

  
x  

 
N  

Change  of temperatu re  when  operati onal  (where  appropri ate)  ∆T/t   x  °C/m in .  

B.  Modu latora      

Reverse  vol tage  VR   x  V  

Forward  cu rren t  IF   x  mA 

Con ti nuous  i npu t  power Φe( i n , cw)   x  mW 

C.  Thermal  sensor (where  appropriate)      

Thermal  sensor     

e i ther 
D i ss i pati on  power 

 

Ptot  
  

x  
 
W 

or 
Suppl y vo l tage  

 

Vsupp  
  

x  
 
V  

D.  Thermo-electric  cooler (where  appropriate)      

TEC  cu rren t  u nder cool i ng  and  heati ng  Ip   x  A 
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Characteri sti cs  Symbol  
Requ i rementsb  

U n i t  
M in .  Max.  

E .  Photod iode  (where  appropriate)      

Reverse  vol tage  VR   x  V  

Forward  cu rren t  IF   x  mA 

a  For modu l ator modu l e  wi thou t  TEC,  the  derati ng  cu rve  or derati ng  factor sha l l  be  g i ven  for one  of the  
parameters  of 1 1 . 5 . 9  to  1 1 . 5 . 1 1 .  For modu l ator modu l e  wi th  TEC,  Tsub  =  25  °C.  

b  x  represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

 

1 1 .6  Electrical  and  optical  characteristics  

See  Table  1 5.  

Table  1 5  – E lectrical  and  optical  characteristics  for optical  modu lators  
for d ig i tal  fibre  optic  appl ications  

Characteristi cs  

Condi tions  at  Tsub  =  25  °C  for 
modu lators  wi th  TEC,  
Tamb  or Tcase  =  25  °C  

for modu lators  wi thout TEC,  
un less  otherwise  s tated  

Symbol  

 
Requ i rementsc  

Un i t  

M in .  Max.  

A.  Modu lator       

Operati ng  vo l tage  Exti ncti on  rati o  speci fi ed ,  
d . c.  b i as  speci fi ed  

Vπ  x  x  V  

Operati ng  wave l ength  Po l ari zati on ,  wavel ength  and  
i npu t  power speci fi ed  

λop  x  x  nm  (µm)  

I nserti on  l oss  Po lari zati on ,  wavel ength  and  
i npu t  power speci fi ed  

L i n   x  dB  

Retu rn  l oss  Pol ari zati on ,  wavel eng th  and  d . c.  
b i as  speci fi ed  

RL  x  x  dB  

Exti ncti on  ra ti o  Po l ari zati on ,  wavel ength  and  
i npu t  power speci fi ed ,  d . c.  b i as  
speci fi ed  

E  ×  R  x  x  dB  

Frequency response  Po l ari zati on ,  wavel ength  and  
i npu t  power speci fi ed ,  d . c.  b i as  
speci fi ed  

fc   x  MHz 
(GHz)  

Frequency response  fl atness  Pol ari zati on ,  wavel ength  and  
i npu t  power speci fi ed ,  d . c.  b i as  
speci fi ed  

∆RD /RD   x  MHz/mV 

Waveleng th  ch i rp  Pol ari zati on ,  wavelength  and  
i npu t  power speci fi ed ,  d . c.  b i as  
speci fi ed  

α   x  MHz/mV 

B.  Thermistor (where  appropriate)       

Resi stance  Therm istor cu rren t  Itc  speci fi ed  R x x  Ω  

S l ope  of res i stance  Therm istor cu rren t  Itc  speci fi ed  

Temperatu re  range:  
Tsub

a ,  Tsu b
b  

∆R/R  x  x   
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Characteristi cs  

Condi tions  at  Tsub  =  25  °C  for 
modu lators  wi th  TEC,  
Tamb  or Tcase  =  25  °C  

for modu lators  wi thout TEC,  
un less  otherwise  s tated  

Symbol  

 
Requ i rementsc  

Un i t  

M in .  Max.  

C .  Thermo-electri c  cooler e lement 
(where  appropriate)  

     

TEC  cu rren t  Vπ  speci fi ed  
Temperatu re  range:   
Tcase  m i n .  or Tcase  max.  

IPE   x  A 

TEC vol tage  Vπ  speci fi ed  
Temperatu re  range:  
Tcase  m i n .  or Tcase  max.  

VPE   x  V  

Temperatu re  d i fference  between  Tcase  
and  Tsub  

TEC  cu rren t,  vo l tage  and  
modu l ator operati ng  cond i ti on  
speci fi ed  

∆TPE   x  °C  

D.  Mon i tor photod iode   
(where  appropriate)  

     

Dark cu rren t  Φe  =  0 ,  VR  speci fi ed  IR(D)   x  nA 

Mon i tor cu rren t Φe  speci fi ed  
VR  speci fi ed  

IR(M )  x  x  mA 

a  CW-operati on .  

b  I n  modu l ati on .  

c  x  represents  the  val ue  to  be  speci fi ed .  

 

1 1 .7  Supplementary information  

– Extinction  ratio  (or ou tpu t power)  as  a  function  of reverse  vol tage  

– Response  time  of the  thermal  sensor temperature  wi th  respect to  the  change  of cooler 
curren t (where  appropriate)  

– B ias  stabi l i ty (where  appropriate)  

– B ias  temperature  coefficien t,  i n  e i ther V/°C  or %/°C  (where  appropriate)  

1 1 .8  Hazards  

See  I EC 60825.  
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
DISPOSITIFS OPTOÉLECTRONIQUES À SEMICONDUCTEURS  

POUR APPLICATION  DANS LES SYSTÈMES À FIBRES OPTIQUES –  
 

Partie  1 :  Modèle de  spécification  relati f  
aux valeurs  et caractéristiques  essentiel les  

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commiss ion  E l ectrotechn i que  I n ternati ona l e  ( I EC)  est  u ne  organ i sati on  mond ia le  de  normal i sati on  
composée  de  l 'ensemble  des  comi tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Comi tés  nati onaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC  a  pou r 
ob jet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati onal e  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  de  l 'é l ectron ique.  A cet e ffet,  l ’ I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  i n ternational es,  
des  Spéci fi cati ons  techn iques,  des  Rapports  techn i ques,  d es  Spéci fi cati ons  accessi b l es  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu i des  (ci -après  dénommés  "Pub l i cati on (s)  de  l ’ I EC") .  Leu r é l aborati on  est con fi ée  à  d es  comi tés  d 'études,  aux 
travaux desquel s  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t  parti ci per.  Les  organ i sati ons  
i n ternati onal es ,  gouvernemen ta l es  et  non  gouvernemental es ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t  égal emen t aux 
travaux.  L ’ I EC col l abore  étro i temen t  avec l 'Organ isati on  I n ternati ona le  d e  Normal i sati on  ( I SO),  se lon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ i sati ons.  

2 )  Les  déci s i ons  ou  accords  offi ci e l s  de  l ’ I EC  concernan t  l es  questi ons  techn i ques  représen ten t,  dans  l a  mesu re  
du  possi b l e ,  un  accord  i n ternational  su r l es  su jets  étud i és ,  é tan t  donné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  son t représen tés  dans  chaque  com i té  d ’ études.  

3 )  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  se  présen ten t sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternational es  e t  son t  ag réées  
comme  te l l es  par l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t en trepri s  afi n  q ue  l ’ I EC  
s 'assu re  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cati ons;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvai se  u ti l i sati on  ou  i n terprétati on  qu i  en  est  fa i te  par un  quel conque  u ti l i sateu r fi nal .  

4 )  Dans  l e  bu t d 'encou rager l 'u n i form i té  i n ternational e ,  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  s 'engagen t,  dans  tou te  l a  
mesure  poss ib l e ,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cati ons  d e  l ’ I EC  dans  l eu rs  pub l i cati ons  nati onal es  
et  rég ionales.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  et  tou tes  publ i cati ons  nati onal es  ou  
rég i onal es  correspondan tes  doiven t ê tre  i nd i quées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC  e l l e-même  ne  fou rn i t  aucune  attestati on  d e  con form i té .  Des  organ i smes  de  certi fi cati on  i ndépendan ts  
fou rn i ssen t  des  services  d 'éval uati on  de  con formi té  et,  dans  certa i ns  secteu rs ,  accèden t  aux marques  de  
con form i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ i smes  de  certi fi cati on  
i n dépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateu rs  doi ven t  s 'assu rer q u ' i l s  son t  en  possession  d e  l a  dern ière  éd i ti on  de  cette  publ i cati on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  ê tre  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateu rs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandata i res,  
y  compri s  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'é tudes  et  d es  Comi tés  nati onaux de  l ’ I EC,  
pou r tou t  pré j ud ice  causé  en  cas  de  d ommages  corporel s  et  matéri e l s ,  ou  d e  tou t  au tre  dommage  de  que l que  
natu re  que  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compri s  l es  fra i s  de  j u stice)  et  l es  
d épenses  décou l an t  de  l a  publ i cati on  ou  d e  l ' u ti l i sati on  d e  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  d e  tou te  au tre  
Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est a tti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L 'u ti l i sati on  de  publ i cati ons  
référencées  est ob l i gatoi re  pour une  app l i cati on  correcte  de  l a  présen te  publ i cati on .   

9)  L ’ atten ti on  est  a tti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l émen ts  d e  l a  présen te  Publ i cati on  de  l ’ I EC  peuven t  fa i re  
l ’ obj et  d e  d ro i ts  d e  brevet.  L ’ I EC  ne  sau ra i t  ê tre  tenue  pou r responsabl e  de  ne  pas  avoi r i den ti fi é  de  te l s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gnal é  l eu r exi stence.  

La  Norme  i n ternationale  I EC  62007-1  a  été  établ ie  par l e  sous-comi té  86C:  Systèmes  et 
d i sposi ti fs  acti fs  à  fibres  optiques,  du  comi té  d 'études  86  de  l ' I EC:  F ibres  optiques.  

Cette  trois ième  éd i tion  annu le  et  remplace  l a  deuxième  éd i ti on  parue  en  2008.  Cette  éd i tion  
consti tue  une  révision  techn ique.   

Cette  éd i tion  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivan tes  par rapport à  l ’ éd i ti on  
précédente.   

1 )  Les  défin i tions  de  certains  symboles  et  termes on t été  revues  afin  de  l es  harmon iser avec 
cel les  des  au tres  documents  du  SC  86C.   
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2 )  Un  article  tra i tan t des  APD-TIA a  été  a jou té.  

Le  texte  de  cette  norme  est i ssu  des  documents  su ivan ts:  

CDV Rapport  de  vote  

86C/1 256/CDV 86C/1 283/RVC 

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  in formation  sur l e  vote  ayan t 
abou ti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i rectives  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  tou tes  l es  parties  de  la  série  I EC  62007,  publ iées  sous  l e  ti tre  général  Dispositifs 
optoélectroniques à  semiconducteurs pour application dans les systèmes à  fibres optiques,  
peu t être  consu l tée  su r l e  s i te  web  de  l ' I EC.  

Le  comi té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avan t l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ' I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  
relati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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DISPOSITIFS OPTOÉLECTRONIQUES À SEMICONDUCTEURS  
POUR APPLICATION  DANS LES SYSTÈMES À FIBRES OPTIQUES –  

 
Partie  1 :  Modèle de  spécification  relati f  

aux valeurs  et caractéristiques  essentiel les  
 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La  présente  partie  de  l ' I EC  62007  est un  modèle  de  spéci fication  des  valeurs  et  
caractéristiques  essentie l l es  appl icables  aux catégories  su ivantes  de  d isposi ti fs  
optoélectron iques  à  semiconducteurs  destinés  à  être  u ti l i sés  dans  le  domaine  des  systèmes  
et  sous-systèmes  à  fibres  optiques:  

– photoémetteurs  à  semiconducteurs;  

– détecteurs  photoélectriques  à  semiconducteurs;  

– d isposi ti fs  optoélectron iques  in tégrés,  monol i th iques  ou  hybrides,  et  l eurs  modu les.  

La  présente  partie  de  l ' I EC  62007  fourn i t  une  trame  pour l a  préparation  des  spéci fi cations  
détai l l ées  des  valeurs  et  caractéristiques  essentiel l es.   

En  u ti l i sant l a  présente  partie  de  l ' I EC  62007,  l es  rédacteurs  de  spéci fications  parti cu l i ères  
a jou ten t,  mais  ne  suppriment pas  de  paramètres  et/ou  des  g roupes  de  paramètres  pour des  
appl ications  particu l i ères.   

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivants  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  l e  présent document et  son t i nd ispensables  pour son  appl ication .  Pour les  
références  datées,  seu le  l ’ éd i tion  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  l a  dern ière  
éd i tion  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éven tuels  amendements).  

I EC  60825  (tou tes  l es  parties) ,  Sécurité des appareils à  laser 

I EC  60747-5-1 ,  Dispositifs discrets à  semiconducteurs et circuits intégrés – Partie  5-1 :  
Dispositifs optoélectroniques – Généralités  

3  Termes,  défin i tions  et abréviations  

3.1  Termes  et  défin i tions  

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes  et défin i tions  relati fs  aux concepts  
physiques,  à  des  types  de  d isposi ti fs ,  aux termes  généraux et aux valeurs  l im i tes  et aux 
caractéristiques  donnés  dans  l ' I EC  60747-5-1 ,  a insi  que  les  su ivan ts  s 'appl iquen t.  

3.1 .1   
photodiode PIN   
photod iode  dans  l aquel le  une  large  rég ion  de  semiconducteur i n trinsèque  est d isposée  en tre  
l es  rég ions  semiconductrices  de  types  P  et  N  

[SOURCE:  I EC  60050-731 -06-29,  mod i fiée  — La  note  a  été  supprimée. ]  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 –  40  – I EC  62007-1 : 201 5    I EC 201 5  

 

3.1 .2   
photodiode à  avalanche  
APD 
photod iode  fonctionnant avec une  tension  de  polarisation ,  de  te l le  sorte  que  le  couran t 
photoélectrique  primaire  subi t une  ampl i fication  par formation  cumu lative  de  porteurs  de  
charge  

Note  1  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  «APD»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondan t  «aval anche  
photod i ode» .  

[SOURCE:  I EC  60050-731 -06-30,  mod i fiée  – La  note  a  été  supprimée. ]  

3.1 .3   
RIN 
in tensi té  relative  du  bru i t  

quotien t de  l a  moyenne  quadratique  des  fl uctuations  du  fl ux énergétique,  < 2
eΦ∆ >  par l a  

moyenne  quadratique  du  flux énergétique  <Φe>
2 ,  normal isée  à  une  bande  fréquentiel le  de  

l argeur un i tai re  

Note  1  à  l 'arti cl e :  RIN est  hab i tue l l emen t exprimée  en  dB/Hz.  

( ){ }fRIN ∆×><>∆<= 2
e

2
e1 0log 1 0 ΦΦ  

Note  2  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  «RIN»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondan t  « re lati ve  i n tens i ty  
no i se» .  

3.1 .4  
∆λc  
déviation  spectrale  
écart de  l a  l ongueur d 'onde  d 'émission  crête  à  une  température  du  boîtier donnée  ou  un  
courant d i rect donné  par rapport à  sa  valeur à  une  température  de  boîtier de  référence  
spéci fiée  ou  à  un  couran t d i rect de  référence  spéci fié ,  respectivement 

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  températu re  d e  référence  spéci fi que  est  général ement de  25  °C.  

3.1 .5   
s1 1  
coefficient de  réflexion  en  entrée   
quotien t de  l a  tension  réfléch ie  à  haute  fréquence  par l a  tension  i nciden te  à  hau te  fréquence  

3.1 .6   
Etr  
erreur de  poursu ite   
écart du  fl ux énergétique  à  une  température  du  boîtier donnée  par rapport à  une  température  
de  référence  spéci fiée  du  boîtier 

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  températu re  de  référence  spéci fi que  est  général ement d e  25  °C.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  I l  est  habi tue l l emen t spéci fi é  un  écart  maximal  (en  val eu r absol ue)  dans  deux p l ages  de  
températu re  de  part  et  d ’ au tre  de  l a  températu re  du  boîti er de  référence.  

Note  3  à  l 'arti cl e :  L ’ erreu r de  pou rsu i te  est  habi tue l l emen t  exprimée  en  pou rcen tage  d u  fl ux énergéti que  à  l a  
températu re  du  boîti er d e  référence.  
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3.1 .7   
RD  
R  

sensibi l i té  de  la  réponse  de  la  d iode  
sensibi l i té  de  l a  réponse  
<photod iode>  quotien t du  photocouran t Ip  par l e  fl ux énergétique  Φe  au  port optique  de  l a  
photod iode  

Note  1  à  l 'arti cl e :  S ' i l  n 'exi ste  pas  de  ri sque  d 'ambigu ïté,  l e  terme  abrégé  et  l e  symbole  l i ttéra l  abrégés  peuvent 
être  u ti l i sés .  

Note  2  à  l 'arti cl e :  Le  terme  «photod iode»  fa i t  référence  à  un  d i sposi ti f complet,  par exemple:  

– l a  puce  en  tan t  q ue  te l l e ;  

–  u n  composan t encapsu l é  mun i  d ’ u ne  vi tre  ou  d ’ une  fi bre  amorce.  

3.1 .8   
Fe  
facteur de  bru i t  en  excès   
bru i t  résu l tan t des  fl uctuations  spatia les  et  temporel les  de  l a  mu l tip l i cation  de  porteurs  de  
charge  par effet d ’avalanche, défin i  comme le  rapport de  l a  pu issance  de  bru i t  à  une  
polarisation  i nverse  donnée  au  bru i t de  g renai l l e  ampl i fi é  du  photocouran t à  une  polarisation  
i nverse  de  référence  

Note  1  à  l 'arti cl e :  I l  convi en t  q ue  l a  tens i on  i n verse  de  référence  soi t  su ffi samment basse  pou r qu ’ i l  n ’ y a i t  pas  d e  
mu l ti p l i cati on  de  porteu rs  de  charge,  mais  su ffi samment hau te  pou r que  l e  d i spos i ti f so i t  en ti èremen t en  dép léti on  
et  a i t  atte i n t  ses  vi tesse  et  va leu rs  de  réponse  assi gnées.  

3.1 .9   
Po  
surcharge   
pu issance  reçue  maximale  par une  photod iode  afin  d 'obten i r un  taux d 'erreur b inai re  donné  

3.2  Abréviations  

Abréviati on  Françai s  Ang la is  

APD  photod iode  à  aval anche   aval anche  photod i ode  

BH  s tructu re  hétérogène  en fou i e   bu ri ed  heterostructu re  

CMOS  semiconducteur méta l -oxyde  complémen té   complemen tary metal -oxide  sem iconductor 

CW onde  con ti nue   con ti nuous  wave  

FWHM  p l e i ne  l argeur à  m i -hau teu r  fu l l  wi d th  at  ha l f maximum  

HBT transi stor b i pola i re  à  j oncti on  hétérogène   heteroj uncti on  b i pol ar transi stor 

LD  d i ode  l aser  l aser d i ode  

LED  d i ode  é l ectrol um inescen te   l i gh t  em i tti ng  d iode  

MQW pu i t  mu l ti  quan ti que   mu l ti -quan tum  wel l  

RIN  bru i t  d ' i n tensi té  re l ati ve   re l a ti ve  i n tensi ty no i se  

TEC  refroi d i sseur thermoélectri que   thermo-el ectri c  cool er 

TI A ampl i fi cateu r transimpédance   transimpedance  ampl i fi er 

4 LED pour systèmes  ou  sous-systèmes  à  fibres  optiques  

4.1  Type  

LED  à  température  ambian te  spéci fiée  ou  à  température  de  boîtier spéci fiée  avec ou  sans  
fi bre  optique  amorce  pour l es  systèmes  ou  sous-systèmes  à  fi bres  optiques  
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4.2  Matériaux semiconducteurs  

GaAs,  GaAlAs,  I nGaAs,  I nP,  etc.  

4.3  Détai ls  d ’encombrement et  d ’encapsulation  

4.3.1  Numéro  I EC et/ou  numéro  national  de  référence  du  dessin  d 'encombrement 

4.3.2  Méthode  d 'encapsu lation :  verre/métal /p lastique/au tre  

4.3.3  I denti fication  des  bornes  et i nd ication  d 'une  connexion  é lectrique  éventuel le  en tre  
une  borne  et l e  boîtier 

4.3.4 Caractéristiques  du  port opti que:  orien tation  re lative  par rapport à  l 'axe  mécan ique,  
posi tion  re lati ve  par rapport à  l 'axe  mécan ique,  emplacement,  ouvertu re  numérique  

4.3.5  Pour l es  d isposi ti fs  avec fibre  amorce:  i n formations  concernant l a  fibre  amorce,  l e  
type  de  protection ,  l e  connecteur,  l a  l ongueur 

4.3.6  I n formations  concernant l a  d issipation  thermique  du  boîtier 

4.4 Valeurs  l imitatives  (caractéristiques  maximales  absolues)  dans  la  plage  de  
températures  de  fonctionnement,  sauf ind ication  contrai re  

Voir Tableau  1 .  

Tableau  1  – Valeurs  l imi tatives  des  LED 

Caractéri sti ques  Symbole  
Exigencesa  Un i té  

M in .  Max.   

Températu re  de  s tockage  Ts tg  x  x  °C  

Températu re:      

so i t  températu re  ambian te ,  Tamb  x  x  °C  

soi t  températu re  du  boîti er Tcase  x  x  °C  

Températu re  de  soudage  à  l a  d u rée  maximale  d e  
soudage  et  d i stance  m i n imale  par rapport  au  boîti er 
spéci fi é  

Ts l d   x  °C  

Tension  i nverse  VR   x  V  

Couran t  d i rect con ti nu  
Courbe  ou  facteu r de  fi ab i l i sati on  

IF   x  mA 

Couran t  de  crête  répéti ti f en  d i rect  dans  l es  
cond i ti ons  d ' impu l s ions  spéci fi ées  (s ' i l  y  a  l i eu )  
Courbe  ou  facteu r d e  fi ab i l i sati on  (s ' i l  y  a  l i eu )  

IFRM   x  mA 

D i ss i pati on  de  pu i ssance  
Cou rbe  ou  facteu r de  fi ab i l i sati on  (s ' i l  y  a  l i eu )  

Ptot   x  W 

Pour l es  d i sposi ti fs  à  températu re  de  boîti er 
spéci fi ée :  
Températu re  de  j oncti on  vi rtue l l e  (s ' i l  y  a  l i eu )  

 

 

Tvj  

  
 
x  

 
 

°C  

Pour l es  d i sposi ti fs  avec fi bre  amorce:  
Rayon  de  cou rbu re  de  l a  fi bre  amorce  (à  l a  d i stance  
spéci fi ée  par rapport  au  boîti er)  

 

r  

 
x  

  
mm  (cm)  

Chocs    x  m /s2 ,  s  

Vi brati ons    x  m /s2 ,  H z  

Force  de  tracti on  pou r l es  d i sposi ti fs  
avec fi bre  amorce:  
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Caractéri sti ques  Symbole  
Exigencesa  Un i té  

M in .  Max.   

Structu re  l âche:  
– Force  de  tracti on  su r l a  fi bre  l e  l ong  de  son  axe  
– Force  de  tracti on  su r l a  gai ne  de  protecti on  l e   
   l ong  de  son  axe  

 
F 
F 

  
x  
x  

 
N  
N  

S tructu re  serrée:  
– Force  de  tracti on  su r l a  fi bre  amorce  l e  l ong  d e   
   son  axe  

 
F 

  
x  

 
N  

a  x  représente  l a  va leu r à  spéci fi er.  

 

4.5 Caractéristiques  électriques  et  optiques  

Voir Tableau  2 .  

Tableau  2  – Caractéristiques  électriques  et  optiques  des  LED 

Caractéri sti ques  
Condi tions  à  Tamb  ou  
Tcase  =  25  °C,  sauf 
i nd ication  contrai re  

Symbole  
Exigencesb  Un i té  

M in .  Max.   

Tension  d i recte  IF  ou  Φe  spéci fi é  VF   x  V  

Couran t  i nverse  VR  spéci fi é  IR   x  mA 

Rési stance  d i fféren ti e l l e  IF  ou  Φe  spéci fi é  rd   x  Ω  

Capaci té  tota le  VR ,  f spéci fi és  Cto t   x  µF  

Paramètre  de  bru i t       

so i t  i n tensi té  re l ati ve  du  bru i ta ,  IF  ou  Φe ,  fo ,  ∆fN  spéci fi és  RIN  x  dB/Hz 

soi t  rapport  porteuse/bru i ta  
IF  ou  Φe ,  fc ,  ∆fN ,  fm ,  m  
spéci fi és  

C/N  x  dB  

Paramètre  d e  sorti e       

so i t  fl ux énergéti q ue  en  sorti e ,  IF  spéci fi é  (en  con ti nu  ou  
en  impu l s i onnel ,  ou  l es  
deux)  

Φe  x  xa  mW 

soi t  cou ran t  d i rect  Φe  spéci fi é  IF  xa  x  mA 

Pour l es  d i sposi ti fs  sans  fi bre  
amorce:  
Ang le  à  m i - i n tensi téa  

IF  ou  Φe ,  ang l e  φ  spéci fi és  θ 1 /2   x  °  

Pou r l es  d i sposi ti fs  sans  fi bre  
amorce:  
Ang le  de  désal i gnemen ta  

IF  ou  Φe ,  ang l e  φ  spéci fi és  ∆θ   x  °  

Largeur de  bande  du  rayonnement 
spectral  

IF  ou  Φe  spéci fi é  ∆λ   x  nm  

Largeur de  bande       

 so i t  temps  de  commutation :  cou ran t  con ti nu      x  s  

 –  temps  de  mon tée  cou ran t  pu l sé  en  en trée  tr   x  s  

 –  temps  de  descen te  l argeur d ' impu l s ion  et  
rapport  cycl i que  spéci fi és  

tf   x  s  

 –  temps  de  retard a   td (on ) ,  
td (off)  

 x  s  

 –  l ongueu rs  d 'ondes   
   d 'ém iss i on  crête  

    nm  

 so i t  fréquence  de  coupure  IF  ou  Φe  spéci fi é  fc  x   H z  

a   S ' i l  y  a  l i eu  

b   x  représente  l a  va l eu r à  spéci fi er.  
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4.6  In formations  supplémentaires  

4.6.1  Courbe  ou  coefficien t typique  

Donner l a  courbe  ou  le  coefficien t de  4 . 6 . 1 . 1  ou  de  4 . 6. 1 . 2 .  

4.6.1 .1  Courbe  typique  ou  coefficien t du  flux énergétique  en  fonction  de  l a  température  et 
courbe  typique  du  fl ux énergétique  en  sortie  en  fonction  du  couran t d i rect (en  con tinu  ou  en  
impu lsionnel ,  comme spéci fié)  

4.6.1 .2  Courbe  typique  ou  coefficien t de  l ' i n tensi té  énergétique  en  fonction  de  la  
température  et courbe  typique  de  l ' i n tensi té  énergétique  en  fonction  du  couran t d i rect (en  
con tinu  ou  en  impu ls ionnel ,  comme spéci fié)  

4.6.2  Courbe  typique  ou  coefficien t de  variation  des  l ongueurs  d 'ondes  d 'émission  crête  en  
fonction  de  l a  température  

4.6.3  Diagramme de  rayonnement typique  

4.6.4 Résistance  thermique,  à  température  ambian te  spéci fiée  ou  à  température  de  boîtier 
spéci fiée  

5 Module  laser avec fibres  amorces  

5.1  Type  

Le  modu le  laser se  compose  des  é léments  de  base  su ivan ts:  

– d iode  laser 

– fi bre  amorce  

– photod iodes  

– capteur de  température   s ’ i l  y  a  l i eu  

– é lément TEC 

5.2  Semiconducteur 

5.2 .1  Matériaux 

Le  modu le  l aser se  compose  des  matériaux su ivan ts:  

– d iode  laser  (par exemple  GaAs,  GaAlAs,  I nGaAsP,  I nP)  

– photod iode  (par exemple  Ge,  S i ,  GaI nAs)  

– capteur de  température     s ’ i l  y  a  l i eu  

– é lément TEC 

5.2.2  Structure  

Diode  l aser,  par exemple:  gu idage  par gain ,  gu idage  par i nd ice,  con tre-réaction  d istribuée.  

5.3  Détai ls  d ’encombrement et  d ’encapsu lation  

5.3. 1  Numéro  I EC et/ou  numéro  national  de  référence  du  dessin  d 'encombrement 

5.3.2  Méthode  d 'encapsu lation :  verre/métal /p lastique/au tre  
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5.3.3  I den ti fication  des  bornes  et i nd ication  d 'une  connexion  é lectrique  éventuel le  en tre  
une  borne  et l e  boîtier 

5.3.4 I n formations  concernant l a  fibre  amorce,  par exemple:  type  de  fibre,  type  de  
protection ,  connecteur,  l ongueur 

5.3.5  I n formations  sur l a  d i ssipation  thermique  du  boîtier 

5.4 Valeurs  l imi tatives  (caractéristiques  maximales  absolues)  dans  la  plage  de  
températures  de  fonctionnement,  sauf ind ication  contrai re  

5.4.1  Condi tions  générales  

5.4.1 .1  Températures  de  stockage  m in imale  et maximale  (Tstg )  

5.4.1 .2  Températures  de  fonctionnement m in imale  et maximale  du  boîtier (Tcase)  

5.4.1 .3  Températures  de  fonctionnement m in imale  et  maximale  du  substrat (Tsub)  

5.4.1 .4  Température  de  soudage  maximale  ( temps  de  soudage  et d istance  m in imale  par 
rapport au  boîtier)  (Ts l d )  

5.4.1 .5  Rayon  de  courbure  m in imal  de  l a  fibre  amorce  (à  une  d istance  spéci fiée  du  boîtier)  
(r)  

5.4.1 .6  Chocs  (accélération  maximale  et  durée  de  l ' impu ls ion )  

5.4.1 .7  Vibrations  (accélération  maximale  et p lage  de  fréquences)  

5.4.1 .8  Force  de  traction  le  l ong  de  l 'axe  du  câble  

5.4.1 .8. 1  Structure  lâche 

– Force  de  traction  maximale  sur l a  fibre  (F)  

– Force  de  traction  maximale  sur l e  câble  (F)  

5.4.1 .8.2  Structure serrée 

– Force  de  traction  maximale  sur l e  câble  (F)  

5.4.2  Diode laser 

Pour l es  modu les  l aser sans  TEC,  l a  courbe  ou  l e  facteur de  fiabi l i sation  doi t être  donné(e)  
pour l 'un  des  paramètres  su ivants:  5 . 4 . 2 .2  à  5 . 4 . 2 . 5.  Pour l es  modu les  laser avec TEC,  
Tsub  =  25  °C.  
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5.4.2 .1  Tension  i nverse  maximale  (VR)  

5.4.2 .2  Courant d i rect con tinu  maximal  (IF)  

5.4.2.3  Flux énergétique  con tinu  maximal  (ϕe)  

5.4.2 .4 Courant pu lsé  d i rect maximal ,  pour une  fréquence  et  une  durée  d ’ impu ls ion  
défin ies  (IFP)  

5.4.2 .5  Flux énergétique  pu lsé  maximal ,  pour une  fréquence  et une  durée  d ’ impu lsion  
défin ies  (ϕep)  

5.4.3  Photodiode 

5.4.3.1  Tension  i nverse  maximale  (VR)  

5.4.3.2  Courant d i rect maximal  (IF)  

5.4.4 Capteur de  température  (s ’ i l  y a  l ieu)  

5.4.4.1  Caractéristiques  assignées  maximales  

5.4.4.1 . 1  Pu issance  d issipée  maximale  (P)  

ou  

5.4.4.1 .2  Tension  d 'al imentation  maximale  (V)  

5.4.5  Refroid isseur thermoélectrique  (s ’ i l  y a  l ieu )  

5.4.5.1  Courant maximal  de  l ’ é lément refroid isseur en  cond i tions  de  refroid issement et  de  
chauffage  (IPE)  

5.5 Caractéristiques  électriques  et  optiques  

Voir Tableau  3.  

Tableau  3  – Caractéristiques  électriques  et  optiques  
des  modu les  laser avec fibres  amorces  

Caractéristiques  

Cond i tions  à   
Tsub   =  25  °C  pour 

modu le  l aser avec TEC,  
Tamb  ou  Tcase  =  25  °C  

pour modu le  l aser sans  
TEC,  sauf i nd ication  

contrai re  

Symbole  

Exigencesc  

Un i té  

M in .  Max.  

A.  D iode  l aser      

Tensi on  d i recte  IF  ou  Φe  spéci fi é  VF   x  V  

Cou ran t  de  seu i l   I(TH )  x  x  mA 

F l ux énergéti que  au  n i veau  du  
seu i l  

IF  =  ITH  φe (TH )   x  µW 

Couran t  d i rect  au -dessus  du  seu i l  
(pou r modu l e  l aser sans  TEC)  

Φe  spéci fi é  
T =  Tcase  max.  ou  Tamb  
max.  

∆IF   x  mA 

E ffi caci té  d i fféren ti e l l e  (pou r 
modu l e  l aser sans  TEC)  

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
T =  Tcase  max.  ou  Tamb  
max.  

η d  x  x   

Caractéri sti ques  spectral es       

Longueur d ’ onde  d ’ ém i ssi on  crête  Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
foncti onnement con ti nu  

λp
a  x  x  nm  
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Caractéristiques  

Cond i tions  à   
Tsub   =  25  °C  pour 

modu le  l aser avec TEC,  
Tamb  ou  Tcase  =  25  °C  

Symbole  Exigencesc  Un i té  

Soi t  l argeu r de  bande  de  l a  
rad i ati on  spectra l e  à  m i -hau teur 

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
foncti onnement con ti nu  

λp
a   x  nm  

soi t  espacement modal  e t  n ombre  
de  modes  l ong i tud inaux 

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
foncti onnement con ti nu  

ηm   x   

Longueur d 'onde  d 'ém i ssi on  crête  
en  modu l ati on  

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
cond i ti on  d e  modu l ati on  
spéci fi ée  

λp
b  x  x  nm  

Largeur de  bande  de  l a  rad iati on  
spectral e  à  m i -hau teu r en  
modu l ati on  

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
cond i ti on  d e  modu l ati on  
spéci fi ée  

λp
b   x   

Caractéristi q ues  spectral es  
suppl émen tai res  

     

e t/ou  l ongueur d 'onde  cen tra l e  Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
foncti onnement con ti nu  

λavg
a  x  x  nm  

et/ou  l argeur de  bande  spectra l e  
quad rati que  moyenne  

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  ∆λ rms
a   x  nm  

ou  espacement modal  e t  nombre  
de  modes  l ong i tud inaux 

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  ηm   x   

ou  l ongueu r d 'onde  cen tral e  en  
modu l ati on  

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
cond i ti on  d e  modu l ati on  
spéci fi ée  

λb  x  x  nm  

ou  l argeur de  bande  spectra le  
quad rati que  moyenne  en  
modu l ati on  

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
cond i ti on  d e  modu l ati on  
spéci fi ée  

∆λ rms
b   x  nm  

Modu l e  l aser à  mode  spectral  u n i que,  sous  modu l ati on  d i recte  
spéci fi ée  

    

Largeu r de  mode  spectra l  Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
cond i ti on  d e  modu l ati on  
spéci fi ée  

∆λL   x  nm  

Taux de  suppressi on  des  modes  
l atéraux 

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
cond i ti on  d e  modu l ati on  
spéci fi ée  

SMSR x  dB  

Déviati on  spectra l e       

Dévi ati on  spectra l e  des  modu les  
avec TEC 

∆IF1 ,  ∆IF2 ,  φe1 ,  φe2  ∆λc   x  nm  

Déviati on  spectra l e  des  modu les  
l aser sans  TEC  

Tamb
a  ou  Tcase

a ,  
Tamb

b  ou  Tcase
b  

∆λc   x  nm  

Paramètres  transi toi res       

Temps  de  mon tée,  
temps  de  descen te  

Couran t  de  polari sati on  
∆IF  ou  φe  
couran t  pu l sé  en  en trée,  
l argeur d ' impu l s ion  et  
rapport  cycl i que  spéci fi és  

tr,  
tf  

 x  
x  

s  
s  

e t/ou       

Temps  d 'é tabl i ssemen t,  
temps  de  coupu re  

Couran t  de  polari sati on  
∆IF  ou  φe  
couran t  pu l sé  en  en trée,  
l argeur d ' impu l s ion  et  
rapport  cycl i que  spéci fi és  

ton ,   
toff  

 x  
x  

s  
s  

Fréquence  de  coupure  Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  fc  x  x  H z  

Rapport  porteuse  su r bru i t  ∆IF  ou  Φe ,  ∆f,  fm ,  m  e t  f0  
spéci fi és  

C/N x  dB  

B.  Photodiode  de  contrôle       

Cou ran t  dans  l ’ obscuri té  Φe  =  0  
VR  spéci fi é  

Ir(0 )   x  µA 
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Caractéristiques  

Cond i tions  à   
Tsub   =  25  °C  pour 

modu le  l aser avec TEC,  
Tamb  ou  Tcase  =  25  °C  

Symbole  Exigencesc  Un i té  

Couran t  i nverse  sous  rayonnement 
opti que  

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
VR  spéci fi é  

IR(e)  x  x  µA 

Capaci té  de  l a  d i ode  ou  temps  de  
mon tée/temps  de  descen te  

     

so i t  capaci té  de  l a  d i ode  VR  et f spéci fi és  Cto t   x  pF  

soi t  
temps  de  mon tée,  
temps  de  descen te  

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
VR  spéci fi é  

 

tr  
tf  

 x  s  

Erreu r de  pou rsu i te       

 so i t  
Φe  ou  ∆IF  e t  VR  spéci fi és ,  
P l age  de  températu res:  
25  °C  j usqu 'à  Tcase  m i n .  ou  
Tamb  m i n .  

 

ER1  
  

x  
 

 so i t  
Φe  ou  ∆IF  e t  VR  spéci fi és ,  
P l age  de  températu res:  
25  °C  j usqu 'à  Tcase  m i n .  ou  
Tamb  m i n .  

 
ER2  

  
x  

 

C.  Thermistance  (s ’ i l  y  a  l i eu )       

Rési stance  Couran t  de  l a  
therm i stance  Itc  spéci fi é  

R x x  Ω  

Pen te  de  l a  rés i stance  Couran t  de  l a  
thermi stance  Itc  spéci fi é .  
P l age  de  températu res:  
Tsub

a ,  Tsu b
b  

∆R/R  x  x   

D.  Courant  du  TEC  (s ' i l  y a  l i eu )       

Cou ran t  du  TEC  Φe  ou  ∆IF  spéci fi é ,  
P l age  de  températu res:  
Tcase  m i n .  ou  Tcase  max.  

IPE   x  A 

Tension  du  TEC Φe  ou  ∆IF  spéci fi é ,  
P l age  de  températu res:  
Tcase  ou  Tamb  min .  e t  max.  

VPE   x  V  

a  Foncti onnement en  con ti nu  

b  En  modu lati on  

c  x  représente  l a  va l eu r à  spéci fi er.  

 

5.6  In formations  supplémentaires  

5.6.1  Courant d i rect con tinu  de  la  d iode  laser correspondant à  φeoo  

NOTE  φeoo  es t  l a  va leu r de  fl ux énergéti que  de  l a  puce  l aser su r l e  substrat.  E l l e  est  représen tati ve  de  l a  
performance  et  de  l a  fi ab i l i té  des  apparei l s  u ti l i san t  l a  même  technol og i e ,  e t  soumise  aux mêmes  procédures  
d ’ assu rance  de  l a  q ual i té .  

5.6.2  Temps  de  réponse  en  température  de  la  thermistance  en  fonction  de  la  variation  du  
couran t de  refroid issement (s ’ i l  y  a  l i eu )  

5.6.3  Résistance  thermique  en tre  l a  jonction  de  la  d iode  l aser et  l e  boîtier (sans  
refroid issement) :  R th j -c  

5.6.4 Paramètre  s1 1  

5.7  Dangers  
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Voi r l ' I EC  60825.  

6 Photodiodes  PIN  pour systèmes  ou  sous-systèmes  à  fibres  optiques  

6.1  Type  

Photod iodes  PIN  à  température  ambian te  spéci fiée  ou  à  température  de  boîtier spéci fiée,  
avec ou  sans  fibre  optique  amorce  pour les  systèmes  ou  sous-systèmes  à  fibres  optiques  

6.2  Matériaux semiconducteurs  

Si ,  Ge,  I nGaAs,  etc.  

6.3  Détai ls  d ’encombrement et  d ’encapsulation  

6.3.1  Numéro  I EC et/ou  numéro  national  de  référence  du  dessin  d 'encombrement 

6.3.2  Méthode  d 'encapsu lation :  verre/métal /plastique/au tre  

6.3.3  I den ti fication  des  bornes  et i nd ication  d 'une  connexion  é lectrique  éventuel le  en tre  
une  borne  et l e  boîtier 

6.3.4 Caractéristiques  du  port opti que:  orien tation  re lative  par rapport à  l 'axe  mécan ique,  
posi tion  relative  par rapport à  l 'axe  mécan ique,  emplacement,  ouvertu re  numérique  

6.3.5  Pour l es  d isposi ti fs  avec fibre  amorce:  i n formations  concernant l a  fibre  amorce,  l e  
type  de  fibre,  l e  type  de  protection ,  l e  connecteur et l a  l ongueur 

6.3.6  I n formations  concernant l a  d i ssipation  thermique  du  boîtier 
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6.4 Valeurs  l imitatives  (caractéristiques  maximales  absolues)  dans  la  plage  de  
températures  de  fonctionnement,  sauf ind ication  contraire  

Voir Tableau  4 .  

Tableau  4  – Valeurs  l imi tatives  des  photodiodes  PIN  

Caractéri stiques  Symbole  
Exigencesa  

Un i tés  
M in .  Max.  

Températu re  de  s tockage  Ts tg  x  x  °C  

Températu re      

so i t  températu re  ambian te  Tamb  x  x  °C  

so i t  températu re  du  boîti er Tcase  x  x  °C  

Températu re  de  soudage  à  l a  d u rée  maximale  de  
soudage  et  d i stance  m i n imale  par rapport  au  boîti er 
spéci fi é  

Ts l d   x  °C  

Tension  i nverse  VR   x  V  

D i ss i pati on  d e  pu issance  Pto t   x  W 

F l ux énergéti que  dans  l a  zone  sens ib l e  Φe   x  W 

Pour l es  d i sposi ti fs  avec fi bre  amorce:  
Rayon  de  cou rbu re  de  l a  fi bre  amorce  (à  l a  d i stance  
spéci fi ée  par rapport  au  boîti er)  

 

r  
 
x  

  
mm  (cm)  

Chocs    x  m /s2 ,  s  

Vi brati ons    x  m /s2 ,  H z  

Force  de  tracti on  pou r l es  d i sposi ti fs  avec fi bre  
amorce:  

    

S tructu re  l âche:  

– Force  de  tracti on  su r l a  fi bre  l e  l ong  de  son  axe  

– Force  de  tracti on  su r l a  gai ne  d e  protecti on  l e   
   l ong  de  son  axe  

 

F 

F 

  

x  

x  

 

N  

N  

S tructu re  serrée:  

– Force  de  tracti on  su r l a  fi bre  amorce  l e  l ong  de   
   son  axe  

 

F 

  

x  

 

N  

a  x  représen te  l a  va l eu r à  spéci fi er.  
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6.5 Caractéristiques  électriques  et  optiques  

Voir Tableau  5.  

Tableau  5  – Caractéristiques  électriques  et  optiques  des  photodiodes  PIN  

Caractéristi ques  
Cond i tions  à  Tamb  ou  
Tcase  =  25  °C,  sauf 
i nd ication  contrai re  

Symbole  
Exigencesc  

Un i tés  
M in .  Max.  

Couran t  dans  l ’ obscuri té       

Cou ran t  dans  l ’ obscuri té  
Couran t  dans  l ’ obscuri té  à  
températu re  é l evée  

VR  spéci fi é ,  Φe  =  0  
VR  spéci fi é ,  Φe  =  0  
Tamb  ou  Tcase  spéci fi é  

IR(D)
a  

IR(D)
b  

 x  

x  

µA 

µA 

Capaci té  tota le  VR ,  f spéci fi és,  Φe  =  0  Cto t   x  pF  

Couran t  de  bru i t  VR ,  IR(e) ,  f0 ,  ∆fN ,  RL ,  λp ,  ∆λ  
spéci fi és  

In   x  µA 

Pour l es  d i sposi ti fs  sans  fi bre  
amorce:  

     

Sensi b i l i té  su r l ’ axe  mécan i que  
spéci fi é  

VR ,  λp ,  ∆λ ,  Φe  spéci fi és  SFD ,  S  x  xa  A/W 

Un i form i té  spati a l e  de  l a  sens ib i l i té  
(s ’ i l  y  a  l i eu )  

VR ,  λp ,  ∆λ  ou  Φe  spéci fi és  ∆S   x   

Pou r l es  d i sposi ti fs  avec fi bre  
amorce:  
Sensi bi l i té  

 

VR ,  λp ,  ∆λ ,  Φe  spéci fi és  

 
SFD ,  S  

 
x  

 
xa  

 

Largeur de  bande      GHz  

soi t  

Temps  de  commutati on :  
–  Temps  de  mon tée  
–  Temps  de  descen te  

– Temps  de  retard  (s ' i l  y  a  l i eu )  

– Temps  de  stockage  

VR ,  λp ,  ∆λ ,  base  de  
l ' impu l s i on  Φe1 ,  crête  d e  
l ' impu l s i on  Φe2 ,  RL  
spéci fi és  

 

 

tr  
tf  

td (on ) ,  td (off)  
ts  

  

 
x  
x  
x  
x  

 

 
s  
s  
s  
s  

soi t  

Fréquence  de  coupure  

 

VR ,  λp ,  ∆λ ,  Φe ,  RL  spéci fi és  

 

fc  

 

x  

  

H z  

NOTE  La  tensi on  VR  spéci fi ée  est  l a  même  pour tou tes  l es  caractéri sti ques,  sau f i nd i cati on  con tra i re .  

a   S i  approprié .  

b   Terme  et/ou  symbole  en  cou rs  d 'é tude.  

c   x  représen te  l a  va l eu r à  spéci fi er.  

 

6.6  In formations  supplémentaires  

6.6.1  Courbe  typique  du  couran t dans  l 'obscuri té  en  fonction  de  l a  tension ,  à  d i fféren tes  
températures  

6.6.2  Courbe  typique  de  l a  capaci té  tota le  en  fonction  de  l a  tension  inverse  

6.6.3  Sensibi l i té  re lative  en  fonction  de  l a  l ongueur d 'onde  

6.6.4 Sensibi l i té  re lative  en  fonction  de  la  température  

6.6.5  Courbe  ou  facteur de  fi abi l i sation  de  l a  d i ssipation  de  pu issance  maximale  
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7  Photodiodes  à  avalanche (APD)  avec ou  sans  fibres  amorces  

7.1  Type  

Photod iode  à  avalanche  (APD)  à  température  ambian te  spéci fiée  ou  à  température  de  boîtier 
spéci fiée  pour systèmes  ou  sous-systèmes  à  fibres  optiques  

7.2  Semiconducteur 

7.2 .1  Matériaux:  S i ,  Ge,  I nGaAs,  etc.  

7.2.2  Structure  

7.3  Détai ls  d ’encombrement et  d ’encapsulation  

7.3.1  Numéro  I EC et/ou  numéro  national  de  référence  du  dessin  d 'encombrement 

7.3.2  Méthode  d 'encapsu lation :  verre/métal /p lastique/au tre  

7.3.3  I denti fication  des  bornes  et i nd ication  d 'une  connexion  é lectrique  éventuel le  en tre  
une  borne  et l e  boîtier 

7.3.4 Caractéristiques  du  port opti que:  orien tation  re lative  par rapport à  l 'axe  mécan ique,  
posi tion  re lati ve  par rapport à  l 'axe  mécan ique,  emplacement,  ouvertu re  numérique  

7.3.5  I n formations  concernant l a  fibre  amorce  (s ' i l  y  a  l i eu) :  type  de  fibre,  type  de  
protection ,  connecteur,  l ongueur 

7.4 Valeurs  l imitatives  (caractéristiques  maximales  absolues)  dans  la  plage  de  
températures  de  fonctionnement,  sauf ind ication  contraire  

7.4.1  Rayon  de  courbure  m in imal  de  la  fibre  amorce,  s ' i l  y  a  l i eu  

7.4.2  Températures  de  stockage  m in imale  et  maximale  (Tstg)  

7.4.3  Températures  ambian te  ou  de  boîtier m in imale  et  maximale  en  fonctionnement (Tamb  
ou  Tcase)  

7.4.4 Température  maximale  de  soudage  (Tsl d )  ( temps  de  soudage  et  d istance  m in imale  
par rapport au  boîtier à  spéci fier)  

7.4.5  Dissipation  de  pu issance  maximale  à  une  température  ambian te  ou  de  boîtier de  
25  °C  (Ptot)  et courbe  ou  facteur de  fiabi l i sation  

7.4.6  Force  de  traction  maximale  sur l ’amorce  (fi bre  ou  câble),  s ' i l  y  a  l i eu ,  dans  l a  
d i rection  de  l 'axe  de  l ’en trée  de  l ’amorce  (fibre  ou  câble)  

7.4.7  Courant i nverse  maximal  (IR)  

7.4.8  Courant d i rect maximal  (IF)  

7.5 Caractéristiques  électriques  et  optiques  

VR doi t être  l e  même pour tou tes  l es  caractéristiques:  i l  doi t  être  égal  à  0 , 9  fois  l a  va leur de  
V(BR)  mesurée  i nd ividuel l ement,  sau f spéci fication  con trai re.  
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Voi r Tableau  6 .  

Tableau  6  – Caractéristiques  électriques  et  optiques  des  photodiodes  
à  avalanche (APD),  avec ou  sans  fibres  amorces  

Caractéristi ques  
Cond i tions  à   

Tamb  ou  Tcase  =  25  °C,   
sauf i nd ication  contrai re  

Symbole  
Exigencesc  Un i tés  

M in .  Max.  

Tension  de  cl aquage  Ee  ou  φe  =  0 ,  
IR  spéci fi é  

V(BR)  x  x   

Cou ran t  i nverse  dans  l ’ obscu ri té       

Cou ran t  i nverse  dans  l ’ obscuri té  
(NOTE  1 )  

Ee  ou  φe  =  0 ,  
VR  spéci fi é  

IR
a   x  µA 

Cou ran t  i nverse  dans  l ’ obscu ri té  
(NOTE  2)  

Ee  ou  φe  =  0 ,  
VR  spéci fi é  
T =  Tamb  max.  ou  Tcase  max.  

IR
b   x  µA 

Sensibi l i té       

Sensi b i l i té  (NOTE  1 )  VR1  (NOTE  2) ,  φe ,  λpp ,  ∆λ  
spéci fi és  

Sa  x  x  
(NOTE  1 )  

A/W 

Sensibi l i té  (NOTE  2)  VR,  φe ,  λp ,  ∆λ  spéci fi és  Sb  x  x  
(NOTE  2 )  

A/W 

Facteu r d e  mu l ti p l i cati on  VR1  (NOTE  2) ,  λp ,  ∆λ ,  φe ,  
spéci fi és  

M x   

Capaci té  tota le  Ee  ou  φe  =  0 ;  VR ,  f spéci fi és  Cto t   x  pF  

Paramètres  en  peti ts  s i gnaux      

Temps  d 'établ i ssemen t et  temps  
de  coupure  

VR,  ∆λ ,  RL ,  
φe1 :  fl ux énergéti q ue  de  crête  
φe2 :  fl ux énergéti q ue  rés i duel  

 
ton  
toff  

  
x  
x  

 
s  
s  

Fréquence  de  coupure  en  peti ts  
s i gnaux 

VR,  λp ,  ∆λ ,  φe  e t  RL  spéci fi és  fc  x   H z  

Facteu r de  bru i t  en  excès  VR1  (NOTE  2) ,  VR ,  IPO ,  λp ,  ∆λ ,  
M,  f0 ,  

∆fN  spéci fi é  

Fe   x   

Cou ran t  de  bru i ta  VR,  λp ,  ∆λ ,  f,  ∆fN  spéci fi és  In   x  µA 

NOTE  1  S ' i l  y  a  l i eu .  

NOTE  2  VR1  est  général emen t une  va leu r fa i b l e  à  l aquel l e  u ne  mu l ti p l i cati on  de  porteu rs  de  charge  nég l i geabl e  
a  l i eu ,  ou  représente  l a  tensi on  à  l aquel l e  l e  d i sposi ti f est  en ti èrement en  dépl éti on  et  a  a tte i n t  sa  vi tesse  
ass i gnée.  

a  S ' i l  y  a  l i eu .  

b  Terme  et/ou  symbole  l i ttéral  à  l 'é tude.  

c  x  représente  l a  va l eu r à  spéci fi er.  

 

7.6  In formations  supplémentaires  

7.6.1  Courbe  de  la  tension  de  claquage  en  fonction  de  la  température  

7.6.2  Courbe  de  sensibi l i té  en  fonction  de  la  l ongueur d 'onde  

7.6.3  Courbe  de  capaci té  en  fonction  de  la  tension  inverse  

7.6.4 Courbe  du  facteur de  mu l tip l ication  en  fonction  de  l a  tension  inverse  à  d i fféren tes  
températures  
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7.6.5  Courbe  du  couran t i nverse  dans  l 'obscuri té  en  fonction  de  la  tension  i nverse  à  
d i fféren tes  températures  

7.6.6  Posi tion  de  la  surface  sensib le  par référence  au  boîtier (sans  fibre  amorce)  

7.6.7  Courbe  du  facteur de  bru i t  en  excès  en  fonction  de  l a  tension  i nverse  (s ' i l  y  a  l i eu )  

7.6.8  Courbe  du  courant de  bru i t  en  fonction  de  l a  tension  inverse  (s ' i l  y  a  l i eu )  

8  Modules  PIN-TIA pour l es  systèmes  ou  sous-systèmes  à  fibres  optiques  

8.1  Type  

Modu les  PIN -TIA à  température  ambian te  spéci fiée  ou  à  température  du  boîtier spéci fiée  pour 
l es  systèmes  ou  sous-systèmes  à  fibres  optiques  

Les  é léments  de  base  du  modu le  PIN -TIA son t l es  su ivan ts:   

– photod iode  PIN ;   

– ci rcu i ts  TIA;   

– fi bre  amorce,  connecteurs  de  fibre  amorce,  embases  (boîtier connectorisé).   

8.2  Matériaux semiconducteurs  

Les  matériaux semiconducteurs  d 'un  modu le  PIN -TIA son t l es  su ivants:  

– photod iode  PIN :  S i ,  Ge,  I nGaAs,  etc. ;   

– ci rcu i ts  TIA:  GaAs,  S i ,  etc.   

8.3  Structure  

La  structure  des  modu les  PIN -TIA est l a  su ivante:  

– photod iode  PIN :  Mesa,  p lanai re,  etc. ;  

– ci rcu i ts  TIA:  CMOS,  B i -CMOS,  HBT,  B i -polar,  etc. ;   

– i n formations  concernant l e  couplage  des  fi bres:  de  type  con ique,  à  couplage  de  l en ti l l es,  
etc;  

– i n formations  concernant l e  ci rcu i t:  impédance  élevée,  transimpédance,  l argeur de  bande,  
etc;   

– i n formations  concernant l e  boîtier:  fi bre  amorce,  embase  (boîtier connectorisé),  etc.   

8.4 Détai ls  d ’encombrement et  d ’encapsulation  

– Numéro  I EC et/ou  numéro  national  de  référence  du  dessin  d ’encombrement 

– Méthode  d 'encapsu lation :  verre/métal /p lastique/au tre  

– I den ti fication  des  bornes  et i nd ication  d ’une  connexion  é lectrique  éven tuel le  en tre  une  
borne  et  l e  boîtier 

– Caractéristiques  du  port optique:  orien tation  par rapport à  l ’ axe  mécan ique,  posi tion  par 
rapport à  l ’ axe  mécan ique,  emplacement,  ouvertu re  numérique  

– I n formations  concernant l a  fibre  amorce:  type  de  fibre,  type  de  protection ,  l e  connecteur,  
l a  l ongueur 

– I n formations  concernant l e  connecteur/l 'embase  
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8.5 Valeurs  l imitatives  (caractéristiques  maximales  absolues)  dans  la  plage  de  
températures  de  fonctionnement,  sauf ind ication  contraire  

Voir Tableau  7 .  

Tableau  7  – Valeurs  l imi tatives  des  modu les  PIN-TIA  

Caractéristiques  Symbole  
Exigencesa  

Un i té  
M in .  Max.  

Températu re  de  s tockage  Tstg  x  x  °C  

Températu re  en  foncti onnement      

so i t  températu re  ambian te  en  foncti onnement 

soi t  températu re  d u  boîti er en  foncti onnemen t 

Tamb  

Tcase  

x  

x  

x  

x  

°C  

°C  

Températu re  de  soudage  à  l a  d u rée  maximale  d e  
soudage  et  d i stance  m i n imale  par rapport au  boîti er 
spéci fi é  

Ts l d   x  °C  

Tensions  d ’ a l imen tati on  aux bornes  spéci fi ées  Vsupp  x  x  V  

F l ux énergéti que  au  n i veau  du  port  opti que  Φe   x  mW(W) 

Rayon  de  cou rbu re  de  l a  fi bre  amorce  (à  l a  d i stance  
spéci fi ée  par rapport  au  boîti er)  

r x  mm(cm)  

Chocs    x  m /s2 ,  s  

Vi brati ons    x  m /s2 ,  H z  

Force  de  tracti on  l e  l ong  de  l ’ axe  du  câbl e :  

S tructu re  l âche  
– Force  de  tracti on  su r l a  fi bre  
– Force  de  tracti on  su r l e  câble  

S tructu re  serrée  
−  Force  de  tracti on  su r l e  câble  

 

 

F 

F 

 

F 

  
 

x  
x  

 
x  

 
 

N  
N  

 
N  

a  x  représen te  l a  va l eu r à  spéci fi er.  

8.6  Condi tions  de  fonctionnement à  Tamb  =  25  °C,  sauf ind ication  contraire  

Voir Tableau  8.  

Tableau  8  – Condi tions  de  fonctionnement des  modu les  PIN-TIA 

Caractéri sti ques  Symbole  
Exigences  

Un i té  
M in .  Max.  

Tensions  d ’ a l imen tati on  spéci fi ées  par n uméro  de  
borne  

Vsupp  x  x  V  

Couran t  d ’ a l imen tati on  (à  Tamb  max. )  spéci fi é  par 
numéro  de  borne  

Isupp   x  mA 

Rési stance  de  charge  RL  x   Ω  
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8.7  Caractéristiques  électriques  et  optiques  

Voir Tableau  9 .  

Tableau  9  – Caractéristiques  électriques  et  optiques  des  photodiodes  PIN-TIA 

Caractéristiques  
Cond i tions  à  Tamb  
ou  Tcase  =  25  °C,   

sauf i nd ication  contrai re  
Symbole  

Exigencesa  

Un i té  
M in .  Max.  

Pu issance  m i n imale  détectable  a)   λp ,  ∆λ ,  fmB ,  B  e t  C/N 
spéci fi és  

ou  

b)   λp ,  ∆λ ,  d éb i t  b i na i re ,  
forme  du  s i gna l  e t  taux 
d ’ erreur b i nai re  
spéci fiés  

ΦeD  x   dBm  

Densi té  de  pu i ssance  du  bru i t  en  
sorti e  

RL ,  fm ,  B ,  Φe  spéci fi és  

λp ,  ∆λ  spéci fi és  

Pn0 ,  λ   x  W/Hz 

Fréquence       

Densi té  de  pu i ssance  du  bru i t  
basse  fréquence  en  sorti e  

et  
Fréquence  p i vot  

RL ,  fm ,  B ,  λp  e t  ∆λ  
spéci fi és,   
Φe  =  0  

RL ,  fm ,  B ,  λp  e t  ∆λ  
spéci fi és,   
Φe  =  0  

Pn0 ,  λ  

LF  

fcor  

 x  

 

x  

W/Hz 

 

H z  

Sensi bi l i té  de  l a  réponse       

Sensi b i l i té  de  l a  réponse  (pour l e  
modu l e)  

e t  

Sensi bi l i té  de  l a  réponse  (pour l a  
photod i ode  P IN  seu l emen t)  (s ’ i l  y  a  
l i eu )  

λp ,  ∆λ ,  Φe ,  RL  spéci fi és  

 

VR,  λp ,  ∆λ ,  Φe  spéci fi és  

RD  

 

RD  

x  

 

x  

 V/W 

 

A/W 

Monoton i e  de  l a  réponse  en  
fréquence  

λp ,  ∆λ ,  Φe ,  RL  spéci fi és  

f1  e t  f2  spéci fi és  

∆RD /RD   x   

Largeur d e  bande       

so i t  
Temps  de  commutati on :  

–  Temps  de  mon tée  
–  Temps  de  descen te  

 

λp ,  ∆λ ,  Φe1 ,  Φe2 ,  RL  
spéci fi és  

 
 

tr  
tf  

  
 

x  
x  

 
 

n s  
n s  

soi t  
fréquence  de  coupure  

 
λp ,  ∆λ ,  Φe ,  RL  spéci fi és  

 
fc  

 
x  

  
MHz 
(GHz)  

Tension  rés i due l l e  (s ’ i l  y  a  l i eu )  λp ,  ∆λ ,  Φe ,  RL  spéci fi és  Voff  x  x  V  

Couran t  dans  l ’ obscuri té  (pou r 
photod i ode  P IN  seu l emen t)  (s ’ i l  y  a  
l i eu )  

VR  spéci fi é ,  Φe  =  0  IR   x  nA 

a  x  représente  l a  va l eu r à  spéci fi er.  

 

8.8  In formations  supplémentaires  

– Sensibi l i té  re lati ve  de  l a  réponse  en  fonction  de  l a  l ongueur d ’onde  

– Variation  thermique  typique  de  l a  tension  résiduel l e  

– I n formations  concernant l ’ égal i sation  
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9  Modules  APD-TIA pour les  systèmes  ou  sous-systèmes  à  fibres  optiques  

9.1  Type  

Modu les  APD-TIA à  température  ambian te  spéci fiée  ou  à  température  du  boîtier spéci fiée  
pour les  systèmes  ou  sous-systèmes  à  fibres  optiques  

Les  é léments  de  base  du  modu le  APD-TIA son t l es  su ivan ts:   

– APD;   

– ci rcu i ts  TIA;   

– fi bre  amorce,  connecteurs  de  fibre  amorce,  embases  (boîtier connectorisé).   

9.2  Matériaux semiconducteurs  

Les  matériaux semiconducteurs  d 'un  modu le  APD-TIA son t l es  su ivan ts:  

– APD:  S i ,  Ge,  I nGaAs,  etc. ;   

– ci rcu i ts  TIA:  GaAs,  S i ,  etc.   

9.3  Structure 

La  structu re  des  modu les  APD-TIA est l a  su ivante:  

– APD:  Mesa,  p lanai re,  etc. ;  

– ci rcu i ts  TIA:  CMOS,  B i -CMOS,  HBT,  B i -polar etc. ;   

– i n formations  concernant l e  couplage  des  fibres:  de  type  con ique,  à  couplage  de  l en ti l l es,  
etc. ;  

– i n formations  concernant l e  ci rcu i t:  impédance  é levée,  transimpédance,  l argeur de  bande,  
etc. ;   

– i n formations  concernant l e  boîtier:  fi bre  amorce,  embase  (boîtier connectorisé),  etc.   

9.4 Détai ls  d ’encombrement et  d ’encapsu lation  

– Numéro  I EC et/ou  numéro  national  de  référence  du  dessin  d ’encombrement 

– Méthode  d 'encapsu lation :  verre/métal /plastique/au tre  

– I den ti fication  des  bornes  et i nd ication  d ’une  connexion  é lectri que  éventuel le  en tre  une  
borne  et l e  boîtier 

– Caractéristiques  du  port optique:  orien tation  par rapport à  l ’axe  mécan ique,  posi tion  par 
rapport à  l ’ axe  mécan ique,  emplacement,  ouverture  numérique  

– I n formations  concernant l a  fibre  amorce:  type  de  fi bre,  type  de  protection ,  l e  connecteur,  
l a  l ongueur 

– I n formations  concernant l e  connecteur/l 'embase 

9.5  Valeurs  l imitatives  (caractéristiques  maximales  absolues)  dans  la  plage  de  
températures  de  fonctionnement,  sauf ind ication  contraire  

Voir Tableau  1 0.  
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Tableau  1 0  – Valeurs  l imi tatives  des  modu les  APD-TIA  

Caractéri stiques  Symbole  
Exigencesa  

Un i té  
M in .  Max.  

Températu re  de  s tockage  Tstg  x  x  °C  

Températu re  en  foncti onnemen t     

so i t  
températu re  ambian te  en  foncti onnement 
ou  
températu re  du  boîti er en  foncti onnement 

 

Tamb  

 

Tcase  

 
x  
 
x  

 
x  
 
x  

 
°C  
 

°C  

Températu re  de  soudage  à  l a  d u rée  maximale  de  
soudage  et  d i stance  m i n imale  par rapport au  boîti er 
spéci fi é  

Ts l d   x  °C  

Tensions  d ’ a l imen tati on  aux bornes  spéci fi ées  Vsupp  x  x  V  

Tension  i nverse  de  l 'APD  Vbr   x  V  

Couran t  d i rect d e  l 'APD  
et  
Couran t  i nverse  de  l 'APD  

If 
 
Ir  

 x  
 
x  

mA 
 

mA 

Pu i ssance  opti que  d 'en trée  Pi n   x  dBm  

a  x  représente  l a  va l eu r à  spéci fi er.  

 

9.6  Caractéristiques  électriques  et  optiques  

Voir Tableau  1 1 .  

Tableau  1 1  – Caractéristiques  électriques  et  optiques  des  modules  APD-TIA 

Caractéristi ques  
Condi tions  à  Tamb  
ou  Tcase  =  25  °C,   

sauf i nd ication  contrai re  
Symbole  

Exigencesa  

Un i té  
M in .  Max.  

Sensibi l i té  de  l a  réponse  (pour l a  
puce  APD)  

P i n ,  M,  et  λp  spéci fi és  RD  x   A/W 

Tension  de  cl aquage  Ir  spéci fi é  Vbr  x  x  V  

Coeffi ci en t  de  températu re  de  Vbr  Valeu rs  m i n imales  e t  
maximales  de  Tcase  

spéci fi ées  

γ  x x  V/°C  

Tension  d 'a l imen tati on  du  TIA  Vcc  x x V 

Couran t  d 'a l imen tati on  d u  TIA Vcc  spéci fi é  Icc  x x A 

Sensi bi l i té  λp ,  taux d 'exti ncti on ,  

débi t  
b i nai re ,  forme  d u  s i gna l  e t  
taux d ’ erreu r b i na i re  
spéci fi és  

Pr   x  dBm  

Surcharge  λp ,  taux d 'exti ncti on ,  

débi t  
b i nai re ,  forme  d u  s i gna l  e t  
taux d ’ erreu r b i na i re  
spéci fi és  

Po  x  dBm  

Largeur d e  bande  λp  e t  P i n  spéci fi és   x   GHz  

Tension  de  sorti e  λp ,  Pi n ,  et  M spéci fi és     mVpp  

I mpédance  de  sorti e   Z0  x x Ω 

Transimpédance  P i n ,  e t  M spéci fi és  Zt  x x Ω 

Affai b l i ssemen t d e  réfl exi on  opti que  λp  spéci fi é  Pr    d Bm  

a  x  représente  l a  va l eu r à  spéci fi er.  
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1 0  Modules  à  d iodes  laser destinés  au  pompage d 'un  ampl i ficateur à  fibres  
optiques  

1 0.1  Type  

Le  modu le  laser se  compose  des  é léments  de  base  su ivan ts:  

– d iode  laser;  

– fi bre  amorce  (s ’ i l  y  a  l i eu );  

– l en ti l l es  (s ’ i l  y  a  l i eu );  

– photod iode  (s ’ i l  y  a  l i eu );  

– capteur de  température  (s ’ i l  y  a  l i eu );  

– é lément TEC (s ' i l  y  a  l i eu );  

– i solateur (s ' i l  y  a  l i eu ).  

1 0.2  Matériaux semiconducteurs  

Les  matériaux semiconducteurs  d ’un  modu le  à  d iodes  laser destiné  au  pompage  d ’un  
ampl i ficateur à  fibres  optiques  son t l es  su ivan ts:  

– d iode  laser:     GaAs,  GaAlAs,  I nGaAs,  I nGaAsP,  I nP,  etc.  

– photod iode:     Ge,  S i ,  I nGaAs,  etc.   

– capteur de  température:    s ’ i l  y  a  l i eu  

– é lément TEC:  

1 0.3  Structure 

Diode  l aser:  gu idage  par gain ,  gu idage  par i nd ice,  con tre-réaction  d istribuée,  gu ide  d ’ondes  à  
nervure,  BH ,  etc.   

1 0.4 Détai ls  d ’encombrement et  d ’encapsu lation  

– Numéro  I EC et/ou  numéro  national  de  référence  du  dessin  d ’encombrement 

– Méthode  d 'encapsu lation :  verre/métal /p lastique/au tre  

– I den ti fication  des  bornes  et i nd ication  d ’une  connexion  é lectrique  éven tuel le  en tre  une  
borne  et l e  boîtier 

– Caractéristiques  du  port optique:  orien tation  par rapport à  l ’axe  mécan ique,  posi tion  par 
rapport à  l ’ axe  mécan ique,  emplacement,  ouvertu re  numérique  

– I n formations  concernant l a  fibre  amorce:  type  de  fibre,  type  de  protection ,  l e  connecteur,  
l a  l ongueur 

– I n formations  concernant l a  d issipation  thermique  du  boîtier 
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1 0.5  Valeurs  l imitatives  (caractéristiques  maximales  absolues)  dans  la  plage  de  
températures  de  fonctionnement,  sauf ind ication  contraire  

Voir Tableau  1 2 .  

Tableau  1 2  – Valeurs  l imi tatives  des  modu les  à  d iode  laser destinés  
au  pompage  d ’ampl i ficateurs  à  fibres  optiques  

Caractéristiques  Symbole  
Exigencesb  

Un i té  
M in .  Max.  

A.  Condi tions  générales      

Températu re  de  s tockage  Tstg  x  x  °C  

Températu re  du  boîti er en  foncti onnement Tcase  x  x  °C  

Températu re  de  foncti onnement  du  substrat  (s ’ i l  y  a  
l i eu )  

Tsub  x  x  °C  

Températu re  de  soudage  à  l a  d u rée  maximale  de  
soudage  et  d i stance  m in imale  par rapport au  boîti er 
spéci fi é  

Ts l d   x  °C  

Rayon  de  cou rbu re  de  l a  fi bre  amorce  (à  l a  d i stance  
spéci fi ée  par rapport  au  boîti er)  

r x  mm  (cm)  

Chocs    x  m /s2 ,  s  

Vi brati ons    x  m /s2 ,  H z  

Force  de  traction  l e  l ong  de  l ’ axe  du  câbl e      

S tructu re  l âche  
−  Force  de  tracti on  su r l a  fi bre  

−  Force  de  tracti on  su r l e  câble  

 

F 

F 

  
x  
x  

 
N  
N  

S tructu re  serrée  
 −  Force  de  tracti on  su r l e  câbl e  

 

F 

  
x  

 
N  

B.  D iode  l asera      

Tensi on  i nverse  VR   x  V  

Couran t  d i rect  con ti nu  IF   x  mA 

F l ux énergéti q ue  con ti nu  Φe   x  mW 

C.  Photod iode  (s ’ i l  y a  l i eu )      

Tensi on  i nverse  VR   x  V  

Couran t  d i rect  IF   x  mA 

D.  Capteur de  température  (s ’ i l  y a  l i eu )      

Capteu r de  températu re      

so i t  
d i ss i pati on  

soi t  
tensi on  d ’ a l imen tati on  

 

P 

 

Vsupp  

  
x  
 

x  

 
W 
 

V  

E.  Refroid isseur thermoélectrique  (s ’ i l  y a  l i eu )      

Cou ran t  du  TEC  en  refroi d i ssemen t et  en  chau ffage  Ip   x  A 

a  Pou r l es  modu les  l aser sans  TEC,  l a  cou rbe  ou  l e  facteu r de  fi abi l i sati on  doi t  être  donné(e)  pou r l ' un  d es  
paramètres  de  1 0 . 5 . 1 0  à  1 0 . 5 . 1 3 .  Pou r l es  modu l es  l aser avec TEC,  Tsub  =  25  °C.  

b  x  représente  l a  va leu r à  spéci fi er.  

 

1 0.6  Caractéristiques  électriques  et  optiques  

Voir Tableau  1 3.  
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Tableau  1 3  – Caractéristiques  électriques  et  optiques  des  modu les  à  d iode  laser 
destinés  au  pompage  d ’ampl i ficateurs  à  fibres  optiques  

Caractéri stiques  

Condi tions  à  Tsub  =  25  °C   
pour modu le  l aser avec TEC,  
Tamb  ou  Tcase  =  25  °C  pour 

modu le  l aser sans  TEC,  sauf 
i nd ication  contrai re  

 

Symbole  

Exigencesc  

 

Un i té  M in .  Max.  

A.  D iode  l aser       

Tension  d i recte  Φe  ou  IF  spéci fi é  VF   x  V  

Couran t  d i rect      

Cou ran t  d i rect Φe  spéci fi é  IF
a   x  mA 

Couran t  d i rect à  hau te  températu re  Φe  spéci fi é  Tcase  =  Tcase ,  max.  IF
b   x  mA 

Couran t  de  seu i l   I(TH )  x  x  mA 

Rendement  d i fféren ti e l  Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
(∆IF  =  IF  −  I(TH ))  

η d  x  x  m  

Caractéri sti q ues  spectral es       

Longueur d ’ onde  d ’ ém i ssi on  crête  Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  
foncti onnement con ti nu  

λp  x  x  nm  

soi t  
l argeur spectral e  quad rati que  
moyenne  

 
Φe  ou  ∆IF  spéci fi é ,  
foncti onnement con ti nu  

 
∆λ rms  

  
x  

 
nm  

soi t  
l argeu r spectral e  à  m i -hau teu r 

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é ,  
foncti onnement con ti nu  

∆λ   x  nm  

Déviati on  spectra l e  en  foncti on  d u  
cou ran t  ou  d u  fl ux énergéti que  

∆IF
a ,  ∆IF

b  ou  Φe
a ,  

Φe
b  spéci fi és  

∆λc  
ou  ∆λp  

 x  
x  

nm/mA 
nm/mW 

Déviati on  spectra l e  en  foncti on  d e  
l a  températu re  (pou r modu l e  l aser 
avec TEC)  

Tcase
a ,  Tcase

b  spéci fi és  

Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  

∆λT   x  nm/°C  

Déviati on  spectra l e  en  foncti on  de  
l a  températu re  (pou r modu l e  l aser 
avec TEC)  

Tamb
a ,  Tamb

b  spéci fi és  
Φe  ou  ∆IF  spéci fi é  

∆λT   x  nm/°C  

B.  Photod iode  de  contrôle   
(s ’ i l  y  a  l i eu )  

     

Cou ran t  dans  l ’ obscuri té  Φe  =  0 ,  VR  spéci fi és  IR(D)   x  µA 

Couran t  de  con trôl e  Φe  ou  ∆IF  spéci fi é ,  
VR  spéci fi é  

IR(M )  x  x  mA 

Erreu r de  pou rsu i te       

E rreu r de  pou rsu i te  a  Φe  ou∆IF ,  VR  spéci fi és ,  
P l age  de  températu res:  
25  °C  j usqu 'à  Tcase ,  m i n .  ou  
Tamb ,  m i n .  

ER1   x   

E rreu r de  pou rsu i te  b  Φe  ou  ∆IF ,  e t  VR  spéci fi és  
P l age  de  températu res:  
25  °C  j u squ 'à  Tcase ,  max.  ou  
Tamb ,  max.  

ER2   x   

C.  Thermistance  (s ’ i l  y a  l i eu )       

Rési stance  Couran t  de  l a  therm istance  Itc  
spéci fi é  

R x x  Ω  

Pen te  de  l a  rés i stance  Cou ran t  de  l a  therm istance  Itc  
spéci fi é  
P l age  de  températu res:  
Tsub

a ,  Tsu b
b  

∆R/R  x  

 

x  

 

 

D.  E lément TEC  (s ' i l  y a  l i eu )       

Cou ran t  du  TEC  Φe  ou  ∆IF ,  spéci fi é  
P l age  de  températu res:  
Tcase  m i n .  ou  Tcase  max.  

IPE   x  A 
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Caractéri stiques  

Condi tions  à  Tsub  =  25  °C   
pour modu le  l aser avec TEC,  
Tamb  ou  Tcase  =  25  °C  pour 

modu le  l aser sans  TEC,  sauf 
i nd ication  contrai re  

 

Symbole  

Exigencesc  

 

Un i té  M in .  Max.  

Tension  du  TEC Φe  ou  ∆IF ,  spéci fi é  
P l age  de  températu res:  
Tcase  m i n .  ou  Tcase  max.  

VPE   x  

 

V  

a  En  foncti onnement  con ti nu .  

b  En  modu lati on .  

c  x  représente  l a  va l eu r à  spéci fi er.  

 

1 0.7  In formations  supplémentaires  

– Durée  de  vie  moyenne  à  l a  température  de  boîtier spéci fiée  et à  l a  pu issance  de  sortie  
spéci fiée  

– Couran t d i rect con tinu  de  la  d iode  laser correspondant à  Φeoo  

NOTE  Φeoo  est  l a  va l eu r de  fl ux énergéti que  de  l a  puce  l aser su r l e  substrat.  E l l e  est  représen tati ve  de  l a  
performance  et  de  l a  fi abi l i té  des  apparei l s  u ti l i san t  l a  même  technol og i e,  e t  soumise  aux mêmes  procédures  
d ’ assu rance  de  l a  q ua l i té .  

– Temps  de  réponse  de  la  température  de  la  thermistance  en  fonction  du  changement de  
couran t de  refroid issement (s ’ i l  y  a  l i eu )  

– Résistance  thermique  entre  l a  j onction  de  la  d iode  l aser et l e  boîtier (pour l e  modu le  laser 
sans  refroid isseur)  

1 0.8  Dangers  

Voir l ' I EC  60825.   

1 1  Modulateurs  optiques  destinés  aux appl ications  numériques  sur fibre  
optique 

1 1 . 1  Type  

Les  é léments  de  base  du  modu lateur optique  son t l es  su ivants:  

– modu lateur (de  type  Mach-Zehnder,  à  é lectro-absorption ,  etc. ) ;  

– fi bre  amorce  en  en trée  et en  sortie  (s ’ i l  y  a  l i eu );  

– capteur de  température  (s ’ i l  y  a  l i eu );  

– é lément TEC (s ' i l  y  a  l i eu );  

– photod iode  (s ’ i l  y  a  l i eu ).  

1 1 .2  Matériaux 

Les  matériaux des  modu lateurs  optiques  destinés  aux appl ications  numériques  sur fibre  
optique  sont l es  su ivan ts:  

– modu lateur:  I nP,  GaAs,  I nGaAs,  I nAlAs,  I nGaAsP,  L iNbO3 ,  etc. ;  

– capteur de  température;  

– é lément TEC;  

– photod iode:  Ge,  S i ,  I nGaAs,  etc.  

1 1 .3  Structure 

– Modu lateur:  de  type  local isé  (Mach-Zehnder) ,  à  onde  progressive  (Mach-Zehnder),  à  
branche  en  étoi le ,  MQW,  etc.  
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– I solateur optique,  photod iode,  demi -m i roi r,  etc.  

1 1 .4 Détai ls  d ’encombrement et  d ’encapsu lation  

– Numéro  I EC et/ou  numéro  national  de  référence  du  dessin  d ’encombrement 

– Méthode  d 'encapsu lation :  verre/métal /p lastique/au tre  

– I den ti fication  des  bornes  et i nd ication  d ’une  connexion  é lectri que  éventuel le  en tre  une  
borne  et l e  boîtier 

– Caractéristiques  du  port optique:  orien tation  relative  par rapport à  l ’ axe  mécan ique,  
posi tion  re lati ve  par rapport à  l ’ axe  mécan ique,  emplacement,  ouvertu re  numérique  

– I n formations  concernant l a  fibre  amorce:  type  de  fibre,  type  de  protection ,  l a  l ongueur,  l e  
type  de  connecteur,  l 'orien tation  angu la i re  du  connecteur par rapport à  l ’axe  de  
polarisation  de  l a  fibre  (s ’ i l  y  a  l i eu )  

– I n formations  concernant l a  d issipation  thermique  du  boîtier 

1 1 .5  Valeurs  l imitatives  (caractéristiques  maximales  absolues)  

Les  valeurs  l im i tati ves  i nd iquées  dans  l e  Tableau  1 4  se  s i tuen t au  dessus  de  la  p lage  de  
températures  de  fonctionnement,  sau f i nd ication  con trai re.  I l  convien t que  l ’ humid i té  re lative  
et  l a  pression  atmosphérique  soient spéci fiées  pour tous  les  d isposi ti fs  con tenus  dans  des  
boîtiers  non  hermétiquement clos.  

Tableau  1 4  – Valeurs  l imi tatives  des  modu lateurs  optiques  destinés   
aux appl ications  numériques  à  fibres  optiques  

Caractéristiques  Symbole  
Exigences b  

Un i té  
M in .  Max.  

A.  Cond i tions  générales      

Températu re  de  stockage  Tstg  x  x  °C  

Températu re  du  boîti er en  foncti onnement Tcase  x  x  °C  

Températu re  de  foncti onnement du  substrat  (s ’ i l  y  a  
l i eu )  

Tsub  x  x  °C  

Températu re  de  soudage  à  l a  d u rée  maximale  de  
soudage  et  d i stance  m i n imale  par rapport au  boîti er 
spéci fi é  

Ts l d   x  °C  

Rayon  de  cou rbu re  de  l a  fi bre  amorce  (à  l a  d i stance  
spéci fi ée  par rapport  au  boîti er)  

r x  mm(cm)  

Chocs    x  m /s2 ,  s  

Vi brati ons    x  m /s2 ,  H z  

Accél érati on  (s ’ i l  y  a  l i eu )    x  m /s2  

Force  de  tracti on  l e  l ong  de  l ’ axe  du  câbl e :      

S tructu re  l âche  
– Force  de  tracti on  su r l a  fi bre  

−  Force  de  tracti on  su r l e  câble  

 

F 

F 

  
x  
x  

 
N  
N  

S tructu re  serrée  
−  Force  de  tracti on  su r l e  câble  

 

F 
  

x  
 
N  

Variati on  de  températu re  en  foncti onnement  (s ’ i l  y  a  
l i eu )  

∆T/t   x  °C/m in .  

B.  Modu lateura      

Tensi on  i nverse  VR   x  V  

Couran t  d i rect IF   x  mA 

Pu i ssance  en  en trée  con ti nue  Φe( i n , cw)   x  mW 
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Caractéristiques  Symbole  
Exigences b  

Un i té  
M in .  Max.  

C .  Capteur de  température  (s ’ i l  y a  l i eu )      

Capteu r de  températu re      

so i t  
pu i ssance  d i ss ipée  

 

Ptot  
  

x  
 

W 

soi t  
tensi on  d ’ a l imen tati on  

 

Vsupp  
  

x  
 
V  

D.  E lément de  refroid issement thermoélectrique  
(s ’ i l  y a  l i eu )  

    

Cou ran t  du  TEC en  refroi d i ssemen t e t  en  chau ffage  Ip   x  A  

E.  Photodiode  (s ’ i l  y a  l i eu )      

Tensi on  i nverse  VR   x  V  

Couran t  d i rect IF   x  mA 

a  Pou r l es  modu l ateu rs  sans  TEC,  l a  cou rbe  ou  l e  facteu r de  fi abi l i sati on  do i t  être  donné(e)  pou r l 'u n  des  
paramètres  de  1 1 . 5 . 9  à  1 1 . 5 . 1 .  Pou r l es  modu l ateu rs  avec TEC,  Tsub  =  25  °C.  

b  x  représente  l a  va l eu r à  spéci fi er.  

 

1 1 .6  Caractéristiques  électriques  et  optiques  

Voir Tableau  1 5.  

Tableau  1 5  – Caractéristiques  électriques  et  optiques  des  modu lateurs  optiques  
destinés  aux appl ications  numériques  à  fibres  optiques  

Caractéristiques  

Cond i tions  à  Tsub  =  25  °C  
pour modu lateurs  avec 

TEC,  
Tamb  ou  Tcase  =  25  °C  

pour modu lateurs  sans  
TEC,  sauf i nd ication  

contrai re  

Symbole  

Exigencesc  

Uni té  
M in .  Max.  

A.  Modu lateur       

Tension  de  foncti onnement Rapport  d ’ exti ncti on  spéci fi é ,  
cou ran t  de  pol ari sati on  
con ti nu  spéci fié  

Vπ  x  x  V  

 

Longueur d ’ onde  de  
foncti onnement 

Pol ari sati on ,  l ongueur 
d ’ onde  e t  pu i ssance  en  
en trée  spéci fi ées  

λop  x  x  nm  (µm)  

Perte  d ’ i nserti on  Pol ari sati on ,  l ongueu r 
d ’ onde  e t  pu i ssance  en  
en trée  spéci fi ées  

L i n   x  dB  

Affai b l i ssemen t de  réfl exi on  Pol ari sati on ,  l ongueur 
d ’ onde  et  cou ran t  de  
pol ari sati on  con ti nu  spéci fi és  

RL  x  x  dB  

Taux d ’ exti ncti on  Pol ari sati on ,  l ongueu r 
d ’ onde  e t  pu i ssance  en  
en trée  spéci fi ées,  cou ran t  de  
pol ari sati on  con ti nu  spéci fi é  

E  ×  R  x  x  dB  

Réponse  en  fréquence  Pol ari sati on ,  l ongueu r 
d ’ onde  e t  pu i ssance  en  
en trée  spéci fi ées,  cou ran t  de  
pol ari sati on  con ti nu  spéci fi é  

fc   x  MHz 
(GHz)  

Monoton ie  de  l a  réponse  en  
fréquence  

Po lari sati on ,  l ongueur 
d ’ onde  et  pu i ssance  en  
en trée  spéci fi ées,  cou ran t  de  
po l ari sati on  con ti nu  spéci fi é  

∆RD/RD   x  MHz/mV 
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Caractéristiques  

Cond i tions  à  Tsub  =  25  °C  
pour modu lateurs  avec 

TEC,  
Tamb  ou  Tcase  =  25  °C  

pour modu lateurs  sans  
TEC,  sauf i nd ication  

contrai re  

Symbole  

Exigencesc  

Uni té  
M in .  Max.  

Fl uctuati on  de  l ongueur d ’ onde  Pol ari sati on ,  l ongueur 
d ’ onde  e t  pu i ssance  en  
en trée  spéci fi ées,  cou ran t  de  
pol ari sati on  con ti nu  spéci fi é  

α   x  MHz/mV 

B.  Thermistance  (s ’ i l  y a  l i eu )       

Rési stance  Couran t  de  l a  therm istance  
Itc  spéci fi é  

R x x  Ω  

Pen te  de  l a  rés i stance  Couran t  de  l a  therm istance  
Itc  spéci fi é  

P l age  de  températu res:  
Tsub

a ,Tsub
b  

∆R/R  x  x   

C.  E lément de  refroid issement 
thermoélectrique  (s ’ i l  y a  l i eu )  

     

Cou ran t  d u  TEC Vπ  spéci fi é  
P l age  de  températu res:  
Tcase  m i n .  ou  Tcase  max.  

IPE   x  A 

Tension  du  TEC  Vπ  spéci fi é  
P l age  de  températu res:  
Tcase  m i n .  ou  Tcase  max.  

VPE   x  V  

D i fférence  de  températu re  en tre  
Tcase  e t  Tsub  

Cou ran t  du  TEC,  tensi on  e t  
cond i ti on  de  foncti onnement 
du  modu l ateu r spéci fi és  

∆TPE   x  °C  

D.  Photodiode  de  contrôle   
(s ’ i l  y a  l i eu )  

     

Cou ran t  dans  l ’ obscuri té  Φe  =  0 ,  VR  spéci fi é  IR(D)   x  nA 

Cou ran t  de  con trô le  Φe  spéci fi é  
VR  spéci fi é  

IR(M )  x  x  mA 

a  En  foncti onnement  con ti nu .  

b  En  modu lati on .  

c  x  représente  l a  va l eu r à  spéci fi er.  

 

1 1 .7  In formations  supplémentaires  

– Taux d ’extinction  (ou  pu issance  de  sortie)  en  fonction  de  la  tension  i nverse  

– Temps  de  réponse  du  capteur de  température  par rapport au  changement de  couran t du  
refroid isseur (s ’ i l  y  a  l i eu)  

– Stabi l i té  de  la  polarisation  (s ’ i l  y  a  l i eu )  

– Coefficien t de  température  de  polarisation ,  en  V/°C  ou  %/°C  (s ' i l  y  a  l i eu )  

1 1 .8  Dangers  

Voir l ' I EC  60825.  
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